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SISTEMA DE CAPAS DE UN SUSTRATO TRANSPARENTE Y METDO PARA

PRODUCIR UN SISTEMA DE CAPAS

CAMPO TECNICO DE LA INVENCION

La invencidén se refiere a un sistema de capas de un sustrato
transparente reflectante de infrarrojos y un método para
producir un sistema de capas reflectante de infrarr 0jos sobre
un sustrato transparente provisto, en cada caso de acuerdo
con los preambulos de las reivindicaciones independ ientes.

ANTECEDENTES DE LA INVENCION

Sistemas de capas sobre sustratos transparentes que tienen
una emisividad térmica baja (llamados “Low-E”, baja

emisividad) proporcionan una contribucion significa tiva para
la reduccion del consumo de energia  ecologica,
particularmente en acristalamientos arquitectonicos . Con el
fin de comercializar con éxito, tales sistemas debe n, ademas,
tener junto con una baja emisividad, una alta

transmitancia/transmision de luz visible y wuna alta

neutralidad de color. Otras propiedades relevantes de tales
sistemas son una luz de perdida baja (“Haze”), asi como una
alta resistencia y adhesion térmica y quimica del s istema de
capas sobre el sustrato y, no menos importante, el costo de

produccion competitivo, especialmente debido a los materiales
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de consumo utilizados para la produccion de las cap
materiales de recubrimiento/revestimiento como Au,
Ta, Zr y Hf se eliminan en particular, por razones

como materiales para sistemas de la competencia act

Los sistemas de capas de baja emisividad tipicos de

acuerdo con el estado de la técnica hoy en dia incl
menos una capa de metal delgada, normalmente una ca
plata como un reflector de infrarrojos, y dos o mas
dieléctricas, entre las cuales esta dispuesta la ca
metal. Ademas, se conoce el uso de otras capas func
gue protegen el sistema de capas de baja emisividad
particular, la capa de metal.

Ademas de los sistemas de capas de baja emisividad
una capa de metal (baja emisividad simple) también
los que tienen dos (baja emisividad doble), tres (b
emisividad triple) o mas (baja emisividad multiple)
metal, por lo general con una estructura de capas,
sobre un sustrato de vidrio, un 6xido de metal, sob
Su vez una capa de metal, sobre la cual a su vez un
metalico, sobre la cual una capa de metal, sobre la
oxido de metal, etc. sigue, en donde ademas tipicam
capas de interfaz se utilizan como capas de semilla

de bloqueo para las capas de metal.
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Del documento US 5,110,662 A se conoce la utilizaci on de
una capa de ZnO de espesor de solo 5 a 13 nm bajo | a capa de
plata como una capa de semilla y una capa de TiO x Sub-
oxidica, que esta dispuesta como una capa de bloque 0 sobre la
capa de plata, con la que una emisividad térmica ba ja, y al
mismo tiempo una alta transmitancia se alcanza.

Para lograr una alta neutralidad de color de los
sistemas de capas, un sistema de capas en el docume nto EP O
332 177 B1 se ha propuesto, en el que sobre un sust rato de
vidrio, una capa de TiO 2, Sobre esta una capa de ZnO, sobre
esta una capa de Plata (Ag), sobre esta una capa Ti O, sobre
esta una capa de SnO 2 Y sobre esta una capa de SiN xQ, se
dispone, en donde la capa de oxinitruro SiN xQ, sirve como una
capa exterior/recubrimiento mecanicamente estable ( capa
superior).

Es esencial para su uso como vidrio arquitectonico 0 en
vidrios formados por tratamiento térmico/templado/r ecocido,
la estabilidad del sistema de capas aplicada en el sustrato a
tratar térmicamente con un tratamiento térmico cont ra la
accion de sustancias que destruyen o influyen en la capa de
metal, tales como el oxigeno del aire del ambiente y sodio
del sustrato. Normalmente, se utilizan barreras de difusion o
capas de anticorrosion, que mantienen a distancia e | oxigeno

o sodio en un tratamiento térmico a temperaturas de
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aproximadamente 650°-700°C durante unos 10 minutos de la capa
de plata.

Normalmente los sistemas de capas tratables
térmicamente conocidos implican capas individuales
nitrogenadas, en particular de Si 3sNs, Si xNO, 0 ZnSnO . Las
soluciones que utilizan silicio requieren, ademas d e oxigeno

y argon, también nitrbgeno como gas de proceso. Las

soluciones que utilizan ZnSn se aplican por lo gene ral como
capas de gradiente o como multiples capas con difer entes
condiciones de Zn:Sn, con el fin de no comprometer la
adherencia, estabilidad y neutralidad de color del paquete de

capas. Ejemplos de tales sistemas de capas Yy sus
inconvenientes son conocidos a partir de los docume ntos DE

103 56 357 B4y DE 10 2 006 037 909 Al.

Un método para la aplicaciéon de capas por pulveriza cion
catédica de un objetivo ceramico, en particular, po r
pulverizacion catddica de frecuencia media, se desc ribe, por
ejemplo, en el documento EP 0 822 996 B1. La pulver izacion
catddica de DC reactiva se conoce, por ejemplo, del documento

US 5338422 A.

Ademas, se conoce del documento EP 1 721 B1 40 apli car
capas de o6xido metélico mediante el uso de objetivo s de
ceramico. En particular, el uso de un objetivo cera mico que

contiene nitrdgeno, por ejemplo, en wuna atmoésfera d e
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pulverizacién catédica que contiene oxigeno, se con oce por el

documento DE 10 2 006 046 126 Al.

BREVE DESCRIPCION DE LA INVENCION

El objeto de la presente invencién es proporcionar un sistema
de capas reflectante de infrarrojos y un método par a producir
un sistema de capas tal de acuerdo con el preambulo de las

reivindicaciones independientes, que no tiene capas
individuales de Si NO. y ZnSnO .., que tiene una baja
emisividad, al menos en el rango de longitud de ond a de 3
micras a alrededor de 35 micras, y un alto grado de
transparencia y neutralidad de color.

El objeto se consigue mediante las caracteristicas de
las reivindicaciones independientes.

Las modalidades ventajosas de la invencibn se
especifican en las reivindicaciones dependientes.

En la ilustracion de la invencion, se utilizan las

siguientes definiciones.

Como una capa dieléctrica se conoce una capa que ti ene
una resistencia laminar de 21M Q.

Como una capa de blogueo se conoce una capa que Sir ve
como una capa amortiguadora o anticorrosiva para su stancias
que se difunden del sustrato, el aire ambiente u ot ras capas,

en particular, la capa de recubrimiento de barrera para
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proteger la capa de metal o las capas de metal a pa rtir de

oxigeno y/o difusion de sodio.

Como una capa de semilla se conoce una capa que opt imiza
el crecimiento de una capa de plata cristalina, y p or lo
tanto el uso de capas de metal relativamente delgad as con
alta reflectividad selectiva en el rango de infrarr 0jos se
permite.

Como un sistema de capas de recubrimiento de barrer a se
conoce una serie de capas Opticamente activas con a Ita
resistencia mecanica y quimica, en donde este siste ma también

puede consistir de so6lo una capa, Si es necesario,

relativamente gruesa. El sistema de capas de recubr imiento de
barrera de la presente invencion también puede incl uir una
capa de correccion de color, en la que se disponen una 0 mas

subcapas dieléctricas.
Como AZO, se designa es lo sucesivo, con preferenci aa
oxido de zinc dopado con aluminio de aproximadament e 1% a

aproximadamente 2%.

Las capas de AZO catédicamente acuerdo con la inven cion
se pulverizan, preferiblemente de un objetivo AZO e n gran
medida oxidado que consiste en ZnO x Y AlIO , a un dopaje con 1%

a 2% de Al.

Como ZnOy:Al X% se designa un material de pulverizacion

catddica reactiva de un objetivo Zn:Al metalico con dopaje de
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aproximadamente X% de Al bajo la adicion de oxigeno . Si no se
especifica el nivel de dopaje, un valor diferente d el dopaje
con Al puede estar previsto, preferiblemente es
aproximadamente 1% a aproximadamente 2% de Al, a me nos que se
indique lo contrario.

El sistema de capas de acuerdo con la invencion con
capas individuales dispuestas en este orden compren de:

- una primera capa dieléctrica dispuesta sobre el
sustrato transparente, sobre la cual una segunda ca pa
dieléctrica se dispone,

- un primer sistema de capas de metal que comprende en
este orden:

- una primera capa de metal, que consiste de o que
comprende plata (Ag),

- una primera capa de bloqueo,

- un sistema de capas de recubrimiento de barrera
dieléctrica,

y se distingue por el hecho de que la primera capa

dieléctrica consiste de o comprende SiO 2 Y la segunda capa
dieléctrica consiste de o comprende TiO 2 0 Al 2,0; 0 incluye o
porque la primera capa dieléctrica consiste de o co mprende
Al ;0; y la segunda capa dieléctrica consiste de o compre nde

TiO 5.
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Las capas comprenden preferiblemente cada una

opcionalmente 80 % en peso de SiO 2, Al 203 0 TIO . Incluso las
capas con diferente estequiometria, es decir SiO x, TIO x Al xQ,
pueden ser referidas en lo sucesivo con SiO 2, TIO 2 0 Al 7,05 a

menos que se indigue expresamente lo contrario.

La capa de metal que consiste de o que comprende Ag ,
tiene preferiblemente al menos aproximadamente 99. 95% de
plata.

El uso de SIO  , para la primera capa dieléctrica y TiO 20

Al ,O; para la segunda capa dieléctrica tiene un efecto

beneficioso en este sentido en este sentido, para e vitar la
difusién de sodio del sustrato en el sistema de cap as de
metal, para aumentar la fuerza de adherencia del si stema de
capas sobre el sustrato, para mejorar el ajuste de espacio de
color del sistema de capas aplicado y para evitar | a difusion
de oxigeno durante el tratamiento térmico/templado/ recocido.
En particular, una baja resistencia de capa después del
tratamiento térmico del sustrato recubierto se pued e lograr.

Las ventajas mencionadas se obtienen anélogamente
mediante el uso de Al 203 como la primera capa dieléctrica y de
TiO , como la segunda capa dieléctrica.

La primera capa dieléctrica y la segunda capa
dieléctrica pueden ventajosamente ser producidas co n el uso

de los materiales de capas especificados, por medio de
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pulverizacion catédica de frecuencia media reactiva
pulverizacion catédica de objetivos metalicos o cer
una alta tasa de pulverizacion catédica.

Otro sistema de capas de la invencion se caracteriz
porque la primera capa de metal esta dispuesta en u
capa de semilla que se proporciona entre la segunda
dieléctrica y la primera capa de metal, con lo cual
crecimiento de zona de la primera capa de metal se
reducir/impedir y por lo tanto para el mismo espeso
capa de metal, una resistencia laminar menor se pue

Otro sistema de capas de acuerdo con la invencion s
distingue en que la primera capa de semilla o bien
de o comprende AZO, NiCrO x,» TIO x 0 Ti.

Otro sistema de capas segun la invencion se caracte
porque la primera capa de bloqueo estad dispuesta so
primera capa de metal para evitar la difusion de ox
durante los procesos de recubrimiento posteriores,
el tratamiento térmico.

Otro sistema de capas segun la invencién se disting
que la primera capa de blogueo consiste de o compre
NiCrO x, NiCrO x, TiO «, Tio AZO.

Ademas, la primera capa de blogueo puede consistir

comprender ZnO :Al, lo que es ventajoso, porque en ellos la

estequiometria de la capa en un amplio intervalo, e
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entre 100% metalico a 100% oxidico se varia o puede variarse.
De acuerdo con la invencion, una capa de bloqueo qu e consiste

de o que comprende ZnO  :Al puede tener un grosor en un

intervalo de 5.0 nm a 1.0 nm. Preferiblemente, tale s capas de
bloqueo son de un espesor comprendido entre 1.3 nm y 4.8 nm.
De acuerdo con la invencion, por medio de una varia cion de la
estequiometria y/o espesor de capa de ZnO x.Al, el inicio de

la difusion de oxigeno durante el tratamiento térmi co se
puede ajustar, y por lo tanto el efecto de bloqueo, es decir,

la proteccion de la capa de metal, por ejemplo Ag, se
optimizara contra la oxidacion. Para este propdsito , Se miden
varios sistemas de capas con capas de bloqueo que c onsisten

de o que comprenden ZnO «.Al, mediante pulverizacion catodica

reactiva con la adicion de oxigeno con diferente
estequiometria y/o espesor y para los parametros de | sistema
de capas correspondientes, tales como la transmitan cia, la
resistencia laminar/de lamina o la emisividad vy, en

dependencia de la estequiometria, los sistemas de ¢ apas con
valores 6ptimos de los parametros se seleccionan.

El ZnO :Al cumple la funciébn de la capa de bloqueo
particularmente bien en combinacion con AZO. Un sis tema de
capas que tiene una capa de bloqueo de ZnO «.Al 0 una capa
doble de ZnO :Al-AZO tiene una menor absorcion, es decir, una

mayor transmitancia, como un sistema de capas con u na capa de
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bloqueo de NiCrO . El efecto de bloqueo es incluso mejor que

cuando se utiliza solamente AZO.

Otro sistema de capas de acuerdo con la invencion s e
caracteriza porque el sistema de capas de recubrimi ento de
barrera dieléctrica esta dispuesto sobre la primera capa de
bloqueo, que alcanza facilmente una mejora adiciona | en el
ajuste de espacio de color y la difusion de oxigeno durante
el tratamiento térmico y el envejecimiento del sist ema de

capas se reduce por la difusion de oxigeno.

Otro sistema de capas de acuerdo con la invencion s e
caracteriza porque se proporciona un segundo sistem a de capas
de metal que comprende en este orden:

- una tercera capa dieléctrica,

- una segunda capa de semilla,

- una segunda capa de metal, que consiste de o que
comprende Ag,

- una segunda capa de bloqueo,

en donde el segundo sistema de capas de metal se di spone
entre la primera capa de bloqueo del primer sistema de capas
de metal y el sistema de capas de recubrimiento de barrera
dieléctrica, mediante el cual un aumento de la sele ctividad
entre el rango espectral visible e infrarrojo (IR) y una
resistencia laminar menor para la misma transmitanc ia se

puede lograr.
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Otro sistema de capas de acuerdo con la invencion s e
caracteriza porque se disponen la segunda capa de m etal sobre
la segunda capa de la semilla y la segunda capa de semilla

sobre la tercera capa dieléctrica.

Otro sistema de capas de acuerdo con la invencion s e
distingue porque esta previsto un tercer sistema de capas de
metal que comprende en este orden:

- una cuarta capa dieléctrica,

- una tercera capa de semilla,

- una tercera capa de metal, que consiste de o que
comprende Ag,

- una tercera capa de bloqueo,

en donde el tercer sistema de capas de metal se dis pone
entre la segunda capa de bloqueo y el sistema de ca pas de
recubrimiento de barrera dieléctrica, mediante el c ual una
selectividad mejorada aun mas entre el rango espect ral
visible e IR y un resistencia de laminar ain mas ba ja para la

misma transmitancia se puede lograr.

Otro sistema de capas de acuerdo con la invencion s e
caracteriza porgue la tercera capa de metal se disp one sobre
la tercera capa de semilla y la tercera capa de sem illa se

dispone sobre la cuarta capa dieléctrica.
Otro sistema de capas de acuerdo con la invencion s e

distingue en que la tercera capa dieléctrica o la c uarta capa
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dieléctrica consiste de o comprende TiO 20 Al 50;.

Otro sistema de capas de acuerdo con la invencion s e
distingue porque la segunda capa de semilla o la te rcera capa
de semilla consiste de o comprende AZO, NiCrO x, TIO x O Ti.

Otro sistema de capas de acuerdo con la invencion s e
caracteriza porque la segunda capa de bloqueo o la tercera
capa de blogueo consiste de o comprende NiICrO x,» NIiCr, TiO X1

Ti, ZnO «:Alo AZO.

Otro sistema de capas acuerdo con la invencién se

caracteriza porque el sistema de capas de recubrimi ento de
barrera dieléctrica comprende una subcapa de correc cion de
color dieléctrica consiste de o comprende TiO 2, con lo que un
mejor ajuste del espacio de color se puede lograr. Con dos y
multiples sistemas de recubrimiento de baja emisivi dad se
puede prescindir, para el ajuste de color, relativa mente

facil de TiO 2 en el sistema de capas de recubrimiento de

barrera dieléctrica.

Otro sistema de capas de acuerdo con la invencion s e
distingue porque las capas individuales estan libre s de
nitrogeno o tienen menos de 5% en nitrogeno. Ventaj osamente
es omitido, en la produccion, nitrogeno como el gas de
proceso y por lo tanto reduce la necesidad de gas d e proceso,

suministro de gas de proceso. Ademas, se reduce

ventajosamente la longitud geométrica de la linea d e
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fabricacion de los sistemas de capas, porque el nim ero de
estaciones de proceso y la necesidad de separadores de gas
entre ellos son menores.

Otro sistema de capas de acuerdo con la invencion s e
caracteriza porque el sistema de capas de barrera d ieléctrica
comprende en este orden:

- una primera subcapa dieléctrica dispuesta sobre | a
capa de correccion de color dieléctrica, que consis te de o

que comprende Al ,0;,

- una segunda subcapa dieléctrica dispuesta sobre | a
primera subcapa dieléctrica, que consiste de o que comprende
SiO,

Con lo cual se consigue una barrera de difusiéon mej orada

contra la difusion de oxigeno del entorno.

Otro sistema de capas de acuerdo con la invencion s e
caracteriza porque el sistema de capas de recubrimi ento de
barrera dieléctrica comprende en este orden:

- una primera subcapa dieléctrica dispuesta sobre | a
capa de correcciéon de color dieléctrica que consist e de o que
comprende Al ,03,

- una segunda subcapa dieléctrica dispuesta sobre | a
primera subcapa dieléctrica, que consiste de o que comprende

AINOAIO N,
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También en la produccion de este sistema de capas

ventajosamente puede ser evitarse el nitrégeno como el gas de
proceso y por lo tanto la cantidad de gases de proc esoy el
dispositivo de bombeo pueden reducirse, si las capa S que
contienen nitrégeno, AIN o AlO xNy se hacen por medio de un
objetivo ceramico que contiene nitrégeno.

Otro sistema de capas de acuerdo con la invencion s
distingue porque el sustrato transparente estd hech 0 de un
material de vidrio o comprende éste; esto es por lo general
un vidrio en bruto, especialmente vidrio flotado.

Otro sistema de capas de acuerdo con la invencion s
distingue porque el material de vidrio es curable m ediante
templado/recocido. Como templado/recocido se conoce un
tratamiento térmico, por ejemplo a temperaturas de 650° C o
incluso sobre 700 °C durante unos 10 minutos.

El sistema de capas de acuerdo con la invencion se
caracteriza en particular por los siguientes valore s de
color:

-5 <a*<0; -12 <pb* <-2; con una reflexién del lado de vidrio
y pelicula hacia fuera.

El sistema de capas de acuerdo con la invencion se
distingue en que el sistema de capas aplicado sobre el
sustrato de vidrio es maleable y en que el sustrato es
maleable con el sistema de capas aplicada, en donde las
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propiedades Opticas, térmicas y mecanicas del siste ma de
capas aplicado yace en un rango de tolerancia prede terminado
de

Aa* <2; Ab*<2; ARsq<2 ohmios/cuadrado y
tienen los valores de
Rsq<5 (capa de plata individual); R sq<4 (capa de plata

doble); R sq<3 (capa de plata triple);

T,>80% (capa de plata individual); Ty>70% (capa de pl ata
doble); T > 60% (capa de plata triple); dispersion T vis <0.5%.

La resistencia de laminar o0 una capa de espesor d esta
definida en resistividad isotrépica o segun

oo= opld.

La resistencia laminar de una capa se puede medir
mediante el método de cuatro puntos o el método de corrientes
de Foucault. En lo siguiente, la resistencia lamina r esta
dada en notacién simplificada en unidades de ohmios

Los valores de color se calculan a partir del espec tro
de transmitancia y reflexion espectrofotométricamen te
registrado/grabado.

Para la caracterizacion de la impresion de color, e I

sistema de color L*a*b* se utiliz6. El sistema de c olor de
estandar L*a*b* desarrollado por la Comision CIE pa ra la
especificacion estimulo de color psicofisico (Commi sion

Internationale de Leclairage, Publicacion CIE No. 1 5.2,
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Colorimetria, segunda, Oficina Central de la CIE, V iena
1986), por ejemplo, en el Designacion ASTM 308-01 ( Practica

estandar para el calculo de colores de los objetos utilizando

el sistema CIE, noviembre de 2001) se describe y se basa en

las caracteristicas de la percepcion humana.
La dispersion en transmitancia T vis (“Haze”) se define

como la relacion entre la transmitancia difusa y la

transmitancia total de una muestra de acuerdo con A STM D1003-
95.

El método de acuerdo con la invencién para la produ ccion
de un sistema de capas reflectante de radiacion inf rarroja
sobre un sustrato transparente proporcionado, inclu ye en este
orden:

- aplicacion de una primera capa dieléctrica dispue sta
sobre el sustrato transparente, que se forma como u na capa de

recubrimiento de barrera de difusion,
- aplicar una segunda capa dieléctrica,
- aplicar un primer sistema de capas de metal que
comprende en este orden:
- una primera capa de metal, que consiste de o que
comprende Ag,
- una primera capa de bloqueo,
- aplicar un sistema de capas de recubrimiento de

barrera dieléctrica,
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y se distingue por el hecho de que la primera capa
dieléctrica consiste de SiO 2 Yy la segunda capa dieléctrica

consiste de TiO 2 0 Al ,0; o la primera capa dieléctrica

consiste de Al 2O y la segunda capa dieléctrica consiste de

TiO,. La primera capa de blogueo y el sistema de capas de
recubrimiento de barrera dieléctrica correspondient e a las
respectivas capas de los sistemas de capas descrita S

anteriormente.

Ademas, el método para producir un sistema de capas de
reflectante de infrarrojos sobre un sustrato transp arente
proporcionado se distingue porque al menos una de | as capas
individuales aplicadas del sistemas de capas de acu erdo con
la invencidn, mediante pulverizacion catodica de un objetivo
ceramico, por pulverizacion catédica reactiva de un objetivo
metélico, mediante pulverizacion catodica de frecue ncia media

o pulverizacion catédica de DC, se aplica.

BREVE DESCRIPCION DE LAS FIGURAS

Otras ventajas resultan de la siguiente descripcion

utilizando dibujos. En los dibujos, se muestran mod alidades
de la presente invencion. Los dibujos, la descripci on vy las
reivindicaciones contienen numerosas caracteristica S en

combinacion. El experto tendra en cuenta las caract eristicas
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convenientemente de forma individual y las combinar a para
formar combinaciones razonables adicionales.

Se muestra a modo de ejemplo:

La Figura 1 es una representacion esquematica de un
sistema de capas de baja emisividad simple de un su strato
transparente de acuerdo con la invencion.

La Figura 2 es una representacion esquematica de un
sistema de capas de baja emisividad doble de un sus trato
transparente de acuerdo con la invencion.

La Figura 3 €S una representacion esquematica de un
sistema de capas de baja emisividad triple de un su strato
transparente de acuerdo con la invencion.

Las Figuras 4y 4a son espectros de reflexion laterales
de capa antes y después del tratamiento
térmico/templado/recocido.

Las Figuras 5y 5a son espectros de reflexion laterales
de vidrio antes y después del tratamiento térmico.

Las Figuras 6, 6a son espectros de transmitancia antes y

después del tratamiento térmico.

DESCRIPCION DETALLADA DE LA INVENCION

La Figura 1  muestra un sustrato recubierto que comprende el
sustrato 100, por ejemplo hecho de vidrio, y el sis tema de

capas con las capas D1, D2, S1, el sistema de capas de metal
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MS1 y el sistema de capas de recubrimiento de barre ra BDS, en
donde el sistema de capas de metal MS1 tiene una ca pa de
metal M1 y Bl capa de bloqueo y el sistema de capas de
recubrimiento de barrera tiene capas individuales/m onocapas
FK, BD1y BD2.

D1 denota una capa dieléctrica, que se compone de S 0O,y
tiene un espesor de entre 1 nm y 30 nm. D2 denota u na capa
dieléctrica compuesta de TiO 2 0 Al ,0; y tiene un espesor de
entre 5 nm y 40 nm. En otra modalidad, la capa diel éctrica D1
puede consistir de Al 2O; que con un espesor de entre 5 nm y 50
nm, en donde la capa dieléctrica D2 consiste de TiO 2 CONn un

espesor de entre 5 nmy 50 nm.

La capa de metal M1 estad dispuesta sobre una capa d e
semilla opcional S1 con un espesor de entre 3 nmy 30 nm, que
se proporciona entre la segunda capa dieléctrica D2 y de la
primera capa de metal M1. La capa de metal M1 consi ste de o

comprende Ag metalica.

La primera capa de semilla S1 esta hecha con un esp esor
de entre 1 nm y 20 nm y ya sea que consiste de AZO, NIiCrO ,
TiO x 0 Ti o comprende estos.

La capa de bloqueo dieléctrica B1 con un espesor de
entre 1 nm y 20 nm esté dispuesta sobre la primera capa de
metal M1, en donde la capa de bloqueo B1 ya sea que consiste

de NiCrO, NiCr, TiO x» 11, ZNOX:Al 0 AZO o comprende estos.
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El sistema de capas de recubrimiento de barrera

dieléctrica BDS con un espesor de entre 5 nm y 100 nm esta
dispuesto sobre la capa de bloqueo B1 y comprende u na subcapa
dieléctrica BD1 con un espesor de entre 5 nm y 100 nm, que
consiste de o que comprende Al 203, Yy una subcapa dieléctrica

BD2 con un espesor de entre 5 nmy 100 nm, dispuest a sobre la
primera subcapa dieléctrica BD1 que consiste de o ¢ omprende
SiO,. La capa de correccion de color dieléctrica FK con siste

de o comprende TiO , con un espesor entre 5 nm y 100 nm. La
subcapa dieléctrica BD1 esta dispuesta sobre la cap a de
correccion de color FK.

En otra modalidad, se ha previsto que la subcapa

dieléctrica BD1 con un espesor comprendido entre 5 nm y 100
nm, esta hecho de AIN o AlIO «N, 0 comprende estos.

En una modalidad adicional, no ilustrada, la capa d e
semilla S1 y/o la capa de correccion de color FK es tan
ausentes.

Ademas, el sistema de capas de recubrimiento de bar rera
BDS pueden esta hecho de solo una subcapa dieléctri cade SIO »
con un espesor de entre 5 nm y 100 nm o Al 203 con un espesor

de entre 5 nmy 100 nm.
La Figura2 muestra un sistema de capas en el que ademas
de las capas en la Figura 1 , esta provisto un segundo sistema

de capas de metal MS2 con una tercera capa dieléctr ica D3,
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una segunda capa de semilla S2, una segunda capa de
una segunda capa de bloqueo B2. Aqui, el segundo si
capas de metal MS2 esta dispuesto entre la primera
bloqueo B1 del primer sistema de capas de metal MS1
sistema de capas de recubrimiento de barrera dieléc
La capa dieléctrica D3, con un espesor de entre 5 n
consiste de o comprende TiO 2, Al 205 0 AIN.

La segunda capa de metal M2 consiste de o comprende
metalica y esta dispuesta sobre la segunda capa de
y la segunda capa de semilla S2 sobre la tercera ca
dieléctrica D3. La capa de semilla, con un espesor
nmy 20 nm consiste de o comprende AZO, NICRO, TiO

La Figura 3
de las capas en la Figura 2
de capas de metal MS3 con una cuarta capa dieléctri
tercera capa de semilla S3, una tercera capa de met
tercera capa de bloqueo B3. En este caso, el tercer
de capas de metal MS3 esta dispuesto entre la segun
bloqueo B2 y el sistema de capas de recubrimiento d
dieléctrica BDS. La tercera capa de metal M3 esta d
sobre la tercera capa de semilla S3 y la tercera ca
semilla S3 estd dispuesta sobre la cuarta capa diel

D4, en donde la cuarta capa dieléctrica D4, con un

entre 5 nm y 100 nm consiste de o comprende TiO

2, AIN 0 Al

metal M2,
stema de
capa de

y el

trica BDS.

my 100 nm

Ag

semilla S2
pa

de entre 1

x O Tl.

muestra un sistema de capas en el que ademas

, esta provisto un tercer sistema

ca D4, una
al M3, una
sistema
da capa de
e barrera
ispuesta
pa de
éctrica
espesor de

20%s.
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La tercera capa de semilla S3, con un espesor de en trelnmy
20 nm consiste de o comprende AZO, NiCrO x, TIO x O Ti.

En los sistemas de capas de las Figuras 2 y 3 esta
previsto que la segunda capa de bloqueo B2 y la ter cera capa
de blogueo B3, con un espesor de capa de entre 1 nm y 20 nm,
consista de o comprenda NiCrO x, NiCr, TiO x» 11, ZnO  :Al o AZO.

A continuacion se reproducen, en forma de tabla,
resultados representativos para un sistema de capas libre de
nitrogeno preferido y un sistema de capas preferido con una

barrera de difusion de nitruro.

Tabla 1
Sistema con
Abreviacién Capa Sistema libre de blogueador de AZzO
nitrégeno y AIN
Espesor Espesor
Material Material
[nm] [nm]
Vidrio Vidrio Vidrig
Capa _ _
SiO» 12.0 SiO» 12.0
D1 dieléctrica
Capa ] ]
TiO 5 23 TiO 5 23
D2 dieléctrica
Capa de
AZO 9 AZO D
S1 semilla
M1 Metal Ag 13 Ag 13
B1 Blogqueador NiCrOx |5.1 AZO g
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Corrector de _ _
TiO 5 23 TiO » 23
FK color
Capa de |Al ,G; 24 AIN 1P
DBS recubrimiento
SiO, 20.7 SiO, 41.4
de barrera
Espacio de
Observacion | color io Templado Frio Templado
Transmitancia
0. 85 0.86 0.79 0.82
Ty
Lado de
L* 30. 28 33.94 43. 29 42.87
pelicula
ax -004 -1.43 -1.59 -0.56
b* -12.69 -9.30 -13.19 -12.83
Lado de
vidrio
IL* 37.16 37.16 47.01 4497
a* -0.85 -1.08 -1.44 -0.43
Ip* -9.11 -7.93 -7.99 -10.05
Rsq frio
[Ohm] 1.13 4.16 0.00 4.18
Rsq
endurecido
[Ohm] 3.24 3.85 0.00 2.72
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Dispersion[%)]

Tuis 0.78 4.00 0.72 0.72

Lado de
pelicula de 3.66 1.09

cambio

Lado de
vidrio de 1.20 2.29

cambio

Ademas, en lo siguiente, en forma de tabla, se

reproducen resultados representativos de otros sist emas de
capas libres de nitruro preferidos, y sistemas de c apas
efectivos de baja emisividad simple, baja emisivida d doble y
baja emisividad triple, en conjunto antes y después de un
tratamiento térmico a 650°C en un periodo de 10 min utos. RFy
RG denotan los factores/coeficientes de reflexion p ara el
lado de capa o el lado de vidrio de los sistemas de capas.
Tabla 2
Abreviacion I__Baja emisividad simple Baja emisividad simple Abreviacion Baja emisividad doble | Abreviacion Baja emisividad triple
#3704 #3661 #3694 #3689
Material Espesor [nm] Material Espesor [nm] Material |Espesor [nm] Material Espesor [nm]
Vidrio Vidrio Glas Vidrio
D1 Al203 12.0 Ti203 12,0 D1 IAI203 12.0 D1 AI203 16.3
D2 Ti02 14,0 Tio2 15.1 D2 Tio2 16.9 D2 Tio2 20.0
S1 AZO 4.0 AZO 4.0 S1 AZO 5.0 S1 AZO 6.1
M1 Ag 14.2 Ag 135 M1 Ag 10,9 M1 Ag 13.0
Bl ZnOx:Al 2% 1.3 ZnOx:Al 2% 4.0 B1 ZnOx:Al 2% 1.3 B1 ZnOx:Al 2% 1.3
DBS AZO 46.0 AZO 37.2 s2 AZO 95.0 s2 AZO 84.9
Al203 24.0 A1203 236 M2 Ag 12.6 M2 Ag 14.5
B2 ZnOxAl 1.5 B2 ZriOxAl 291, 1.3
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DBS A1203 45.0 S3 AZO 86.0
M3 Ag 15.5
B3 ZnOxAl 2% 1.5
D2s A1203 49.0
Observacion Colores Frio Templado Frio Templado Frio Templado Frio Templado
Ty 77.7% 81.5% 81.4% 84.7% 79.3% 82.7% 68.0% 75.8%
L* 90.64 92.33 92.34 93,78 91.39 92,87 86.15 89.86
T ar -1.51 -1,11 -1.98 -1.02 -3.08 -1.33 -7.95 -4.18
b* -1.51 1.98 -1.98 1.36 -3.08 213 -7.95 1.29
Ry 12.36 11.87 8.80 9.10 6.71 2.53 5.84 6.71
L* 41.79 41.01 35.60 36.17 31.14 35.06 29,00 31.14
Lado de RF a* -0.76 0.20 011 0.09 -2,80 -3.67 1.94 4,86
peficula b* 7.15 -4.80 -4.95 -4.42 -7.90 -5.38 -3.59 -2.40
Ry 15.31 13.59 11.95 10.94 6.62 8.31 6.38 7.60
L* 46.05 43.64 41.14 39,48 30.93 34.63 30.34 3313
Lado de RG ar 1,10 0.91 -0.89 1,14 3.5 379 2.76 0.16
vidrio b+ -3.76 -2.93 -2.18 -3.42 -7.43 -4.67 -1.40 -1.06
Rsq 3.67 2.65 4.47 3.00 2.35 1.66 121 0.80
VIS 0.61 047 0.38 028

Dispersién NIR 235 1.47 0.37 0.12

Con el sistema de capas de simple baja emisividad # 3704,
se dispone una capa de bloqueo dieléctrica de ZnO <Al al 2%
con un espesor de 1.3 nm sobre una capa de plata de 14.2nm.
Como capa de barrera dieléctrica se proporciona una doble
capa de AZO con un un espesor de 46.0nm y Al 205 con un espesor
de 24.0nm.

Con la capa de baja emisividad simple #3661 se disp one
una capa de plata de 13.5nm, una capa de ZnO «.Al de 4.0nm,
una capa de AZO de 37.2nm y una capa de Al 20; de 23.6nm.

En la capa de baja emisividad doble #3694 se propor ciona
sobre una capa de plata de 10.9nm una capa de bloqu eo de
ZnO:Al capa de 1.3 nm, sobre ésta una capa de semilla de AZO
de 95.0nm, sobre ésta una capa de plata de 2.6nmy sobre ésta

una capa de blogueo de ZnO x.Al con un espesor de 1.5 nmy el
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sistema de capas de recubrimiento de barrera dieléc trica que
esta hecho de una capa de Al 2QO; con un espesor de 45.0nm.

En capa de baja emisividad triple #3689 se proporci ona
sobre una capa de plata de 13.0 nm una capa de ZnO x.Alde 1.3
nm, sobre ésta una capa de AZO de 84.9nm, sobre ést a una capa
de plata de 14.5 nm, sobre ésta una capa de bloqueo de
ZnO:Al con un espesor de 1.3 nm, sobre ésta una capa d e
semilla de AZO con un espesor de 86.0nm, sobre ésta una capa
de plata de 15.5nm y sobre ésta una capa de bloqueo de
ZnO:Al con un espesor de 1.5 nm y un sistema de capas de
recubrimiento de barrera dieléctrica que esta hecho de una

capa de Al ,0; de 49.0nm.

Se debe entender que también con los sistemas de ca pas
que difieren en los valores de los parametros Tabla 2 tales
como el espesor o la composicién de las capas indiv iduales
incluidas en la invencién. Ademas, el sistema de ca pas de
recubrimiento de barrera dieléctrica puede en cada caso en
lugar de una capa de Al 203 SIO , Al ,0; una capa comprender o

consistir de un sistema de este tipo.

De preferencia se han utilizado capas de bloqueo de
ZnO:Al con 2% de Al, donde se entiende que otros agent es de
dopaje/dopado son concebibles.

Los datos de la Tabla 2 muestran que los sistemas d e

capas descritos, todos tienen un bajo cambio de col or después
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del tratamiento térmico. En particular, en el lado de vidrio

RG es de sefalar que el espacio color es estable. E I

hundimiento de la resistencia laminar del sistema d e las
capas #3704 a #3661, a #3694 y finalmente #3689 es un efecto
deseado, porque con esto la emisividad de cada sist ema se
reduce.

Con todos los sistemas de capas #3704, #3661, #3694 y
#3689 se observa un aumento de la transmitancia TY después
del tratamiento térmico a 650° C durante un periodo de 10
minutos, que resulta de una oxidacion posterior de la capa de

ZnOs:Al provocada por el tratamiento térmico. Estas se

aplican sobre la plata como una capa de bloqueo par a la
difusién de oxigeno y evitan una oxidacion y, posib lemente,
destruccion de las capas de plata sensibles en part icular

frente al oxigeno durante el tratamiento térmico.

A continuacion se presentan los graficos de los
espectros de reflectancia de las capas #3704, #3694 , #3689
para la reflexibn dependiente de la longitud de ond a en el
lado de capa y el lado de vidrio, asi como para la
transmitancia antes y después del tratamiento térmi co con
650° C durante 10 minutos.

La Figura 4 muestra la reflexion dependiente de la
longitud de onda (espectros de reflectancia) para | 0s

sistemas de capas antes mencionados en el lado de ¢ apa antes
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del tratamiento térmico, mientras que la Figura 4A  muestra
los valores correspondientes después del tratamient o térmico.

La Figura 5 muestra la reflexion dependiente de la
longitud de onda (espectros de reflectancia) para | oS
sistemas de capas mencionados en el lado de vidrio, mientras
que la  Figura 5A muestra los valores después del tratamiento
térmico.

La Figura 6 muestra la transmitancia dependiente de la
longitud de onda antes del tratamiento térmico, mie ntras que

la Figura 6A  muestra los valores después del tratamiento

térmico.

La representacion de las Figuras 4, 4A, 5, 5A, 6 y 6A
muestran de manera ventajosa que solo pequefios camb ios en los
espectros de reflectancia espectral, y el espectro de
transmitancia espectral ocurren por el tratamiento térmico de
los sistemas de capas mencionados. Ademas, se mostr 0 que
mediante el uso de multiples capas de plata, ventaj osamente

el borde/flanco entre las regiones/zonas de alta

transmitancia en la transmitancia visible y baja en el rango
de longitud de onda infrarroja es significativament e mas
pronunciada, asi como la selectividad de aumento de
transmitancia.

Los sistemas de capas de esta invencidon cumplen los

requisitos oOpticos y eléctricos para recubrimientos de baja
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emisividad tratables térmicamente, en donde un comp romiso de
una mayor transmitancia posible podria lograrse con

resistencia laminar baja y reflexion de color neutr 0o a
azulado.

La siguiente tabla muestra los instrumentos de medi cion
utilizados y su precision se especifica para las va riables
individuales medidas:

Tabla 3

Medicion instrumentos  de Precision

medicion
Valores de color L*, | Minolta CM2600d AE < 0.2 absoluto
ax, b* AE < 0. 04
en reflexion y relativo
transmitancia
AE = VAL? + Aa*? + Ab*?
Transmitancia T Y Espectrémetro ATy < %1%

difusa) T s

FFT

Bruker IFS UV- VIS

FFT
Difusion Espectrometro AT < 0,15%
(transmitancia Bruker IFS UV- VIS
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RO

G

Resistencia laminar Estratdbmetro Nagy | ARO< 3%

Lista de NUmeros de Referencia

100

Bl

B2

B3

BD1

BD2

sustrato transparente
primera capa de bloqueo
segunda capa de bloqueo
segunda capa de bloqueo
subcapa dieléctrica

subcapa dieléctrica

BDS sistema de capas de recubrimiento de

D1

D2

D3

D4

DT

FK

M1

M2

M3

MS1

MS2

dieléctrica
primera capa dieléctrica
segunda capa dieléctrica
tercera capa dieléctrica
cuarta capa dieléctrica
capa intermedia dieléctrica
capa de correccion de color
primera capa de metal
segunda capa de metal
tercera capa de metal
primer sistema de capas de metal

segundo sistema de capas de metal

barrera
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MS3 tercer sistema de capas de metal
RG lado de vidrio de factor de reflexion
RF lado de capa de factor de reflexion
S1 primera capa de semilla
S2 segunda capa de semilla

S3 tercera capa de semilla
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NOVEDAD DE LA INVENCION

Habiendo descrito la presente Invencibn como antece de, se
considera como novedad, y por lo tanto se reclama c omo

propiedad lo contenido en las siguientes:

REIVINDICACIONES

1. Un sistema de capas de un sustrato transparente
(100) que refleja radiacion infrarroja, que compren de en este
orden:

- una primera capa dieléctrica (D1) dispuesta sobre el

sustrato transparente (100),
- una segunda capa dieléctrica (D2) dispuesta sobre la
primera capa dieléctrica (D1),
- un primer sistema de capas de metal (MS1l) que
comprende en este orden:
- una primera capa de metal (M1), preferentemente q ue
consiste de o que comprende Plata (Ag),
- una primera capa de bloqueo (B1),
- un sistema de capas de recubrimiento de barrera
dieléctrica (BDS),
caracterizado porque:
la primera capa dieléctrica (D1) de SiO 2 Y la segunda

capa dieléctrica (D2) consiste de o comprende TiO 2 0Al 2050
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porque la primera capa dieléctrica (D1) consiste de 0
comprende Al ,0; y la segunda capa dieléctrica (D2) consiste de

o comprende TiO  ».

2. El sistema de capas de acuerdo con la
reivindicacion 1, caracterizado porque la primera capa de
metal (M1) esta dispuesta sobre una primera capa de semilla
(S1), que se proporciona entre la segunda capa diel éctrica

(D2) y la primera capa de metal (M1).

3. El sistema de capas de acuerdo con la
reivindicacion 2, caracterizado porque la primer capa de
semilla (S1) o bien consiste de o comprende AZO, Ni CrOy, TIO
o Ti.

4, El sistema de capas de acuerdo con cualquiera de
las reivindicaciones anteriores, caracterizado porq ue la
primera capa de bloqueo (B1) esta dispuesta sobre | a primera

capa de metal (M1).

5. El sistema de capas de acuerdo con una de las
reivindicaciones anteriores, caracterizado porque | a primera
capa de blogueo (B1) o bien consiste de o comprende NiCrO y,

NiCr, TIO , Ti, ZnOx:Al 0 AZO.

6. El sistema de capas de acuerdo con cualquiera de
las reivindicaciones anteriores, caracterizado porq ue el
sistema de capas de recubrimiento de barrera dieléc trica

(BDS) esta dispuesto sobre la primera capa de bloqu eo (B1).
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7. El sistema de capas de acuerdo con una de las
reivindicaciones  anteriores, caracterizado porque S e
proporciona un segundo sistema de capas de metal (M S2), que

comprende en este orden:

- una tercera capa dieléctrica (D3),

- una segunda capa de semilla (S2),

- una segunda capa de metal (M2), preferentemente g ue
consiste de o comprende Plata (Ag),

- una segunda capa de bloqueo (B2)

en donde el segundo sistema de capas de metal (MS2) esta
dispuesto entre la primera capa de bloqueo (B1) del primer
sistema de capas de metal (MS1) y el sistema de cap as de

recubrimiento de barrera dieléctrica (BDS).

8. El sistema de capas de acuerdo con la
reivindicacion 7, caracterizado porque la segunda capa de
metal (M2) esta dispuesta sobre la segunda capa de semilla
(S2) y la segunda capa de semilla (S2) esta dispues ta sobre

la tercera capa dieléctrica (D3).

9. El sistema de capas de acuerdo con una de las
reivindicaciones 7 u 8 , caracterizado porque se proporciona
un tercer sistema de capas de metal (MS3), que comp rende en
este orden:

- una cuarta capa dieléctrica (D4)

- una tercera capa de semilla (S3),
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- una tercera capa de metal (M3), preferentemente q ue
consiste de o que comprende Plata (Ag),

- una tercera capa de bloqueo (B3)

en donde el tercer sistema de capas de metal (MS3) esta
dispuesto entre la segunda capa de bloqueo (B2) y e | sistema
de capas de recubrimiento de barrera dieléctrica (B DS).

10. ElI sistema de capas de acuerdo con la

reivindicacion 9, caracterizado porque la tercera capa de
metal (M3) esta dispuesta sobre la tercera capa de semilla
(S3) y la tercera capa de semilla (S3) esta dispues ta sobre

la cuarta capa dieléctrica (D4).

11. El sistema de capas de acuerdo con una de las
reivindicaciones 7 a 10 , caracterizado porque la tercera capa
dieléctrica (D3) o la cuarta capa dieléctrica (D4) consiste
de o comprende TiO  ,, AIN, o Al 20s.

12. El sistema de capas de acuerdo con una de las
reivindicaciones 7 all , caracterizado porque la segunda capa
de semilla (S2) o la tercera capa de semilla (S3) ¢ onsiste de
o comprende AZO, NiCrO 4, TIO 4o Ti.

13. El sistema de capas de acuerdo con una de las
reivindicaciones 7 al2 , caracterizado porque la segunda capa
de bloqueo (B2) o la tercera capa de bloqueo (B3) ¢ onsiste de

o comprende NiCrO , NiCr, TiO x» 11, ZnO  :Al o AZO.
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14. El sistema de capas de acuerdo con una de las

reivindicaciones anteriores, caracterizado porque e | sistema
de capas de recubrimiento de barrera dieléctrica co mprende
una capa de correccibn de color (FK) dieléctrica, q ue
consiste de o que comprende TiO 2.

15. El sistema de capas de acuerdo con una de las

reivindicaciones anteriores, caracterizado porque | as capas
individuales son libres de nitrdgeno o tienen menos de 5% en
nitrogeno.

16. El sistema de capas de acuerdo con una de las
reivindicaciones anteriores, caracterizado porque e | sistema
de capas de recubrimiento de barrera dieléctrica (B DS)
comprende en este orden:

- una primera subcapa dieléctrica (BD1), dispuesta sobre
la capa de correccion de color dieléctrica, consist e de o que

comprende Al ,03,

- una segunda subcapa dieléctrica (BD2), dispuesta sobre
la primera subcapa dieléctrica, consiste de o que ¢ omprende
SiO».

17. El sistema de capas de acuerdo con una de las
reivindicaciones 1 a 15 |, caracterizado porque el sistema de
capas de recubrimiento de barrera dieléctrica (BDS) comprende

en este orden:
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- una primera subcapa dieléctrica (BD1), dispuesta sobre
la capa de correccion de color dieléctrica, consist e de o que

comprende Al ,03,

- una segunda subcapa dieléctrica (BD2), dispuesta sobre
la primera subcapa dieléctrica, consiste de o que ¢ omprende
AIN o AION.

18. El sistema de capas de acuerdo con una de las
reivindicaciones anteriores, caracterizado porque e | sustrato
transparente consiste de un material de vidrio, en particular
de vidrio flotado.

19. ElI sistema de capas de acuerdo con la
reivindicacion 18, caracterizado porque el material de vidrio
se puede endurecer por tratamiento térmico.

20. ElI sistema de capas de acuerdo con la
reivindicacion 19, caracterizado porque el sistema de capas
aplicado sobre el sustrato de vidrio se puede trata r
térmicamente.

21. Un método para producir un sistema de capas

reflectante de infrarrojos sobre un sustrato transp arente
proporcionado (100) de acuerdo con cualquiera de la S
reivindicaciones anteriores, caracterizado porque a | menos
una de las capas individuales aplicadas se aplica p or

pulverizacion catodica de un objetivo ceramico.
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22.  Un método para producir un sistema de capas
reflectante de infrarrojos sobre un sustrato transp arente
proporcionado (100) de acuerdo con cualquiera de la
reivindicaciones 1 a 20 , caracterizado porque al menos una de
las capas individuales aplicadas se aplica por pulv erizacion
catddica reactiva.

23. Un método para producir un sistema de capas
reflectante de infrarrojos sobre un sustrato transp arente
proporcionado (100) de acuerdo con cualquiera de la
reivindicaciones 1 a 20 , caracterizado porque al menos una de
las capas individuales aplicadas se aplica por pulv erizacion
catodica de frecuencia media.

24. Un método para producir un sistema de capas
reflectante de infrarrojos sobre un sustrato transp arente
proporcionado (100) de acuerdo con cualquiera de la
reivindicaciones 1 a 20 , caracterizado porque al menos una de
las capas individuales aplicadas se aplica por pulv erizacion
catodica de DC.

25. ElI método de acuerdo con cualquiera de las
reivindicaciones 22 a 24 , caracterizado porque, para las
capas individuales libres de nitrégeno, el método s e realiza
libre de nitrégeno.

26. ElI método de acuerdo con cualquiera de las

reivindicaciones 22 a 25 , caracterizado porque, para las
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capas individuales libres de nitrégeno, el método s
con gases de proceso libres de nitrégeno.

27. El método de acuerdo con la reivindicacion
caracterizado porque al menos una de las capas apli
aplica por pulverizacion catddica de un objetivo ce

contiene nitrégeno.

e realiza

26,
cadas se

ramico que
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04 de Febrero de 2016 (04.02.2016)

(Reglas 44bis.3(c) y 72.2 del PCT)

Referencia de expediente del Solicitante o Agente

LO 422 WO NOTIFICACION IMPORTANTE
Solicitud Internacional No. Fecha de presentacién Internacional (dias/mes/afio)

PCT/EP2014/066307 29 de Julio de 2014 (29.07.2014)
Solicitante

BUHLER ALZENAU GMBH

1. Transmision de la traduccién al Solicitante.

[J La Oficina Internacional transmite a continuacién una copia de la traduccién al inglés del reporte preliminar internacional
sobre patentabilidad (Capitulo I).

La Oficina Internacional transmite a continuacién una copia de la traduccién al inglés del informe preliminar internacional
sobre la patentabilidad (Capitulo 11).
2. Transmisién de la copia de traduccion a las Oficinas designadas o elegidas.

La Oficina Internacional notifica al solicitante que las copias de la traduccion se han transmitido a las siguientes oficinas designadas o
elegidas que requieren tal traduccion:

KR

Las siguientes Oficinas designada o elegidas, habiendo dispensado el requisito de tal transmisién en este momento, recibiran las copias de
la traduccion por parte de la Oficina Internacional unicamente tras su peticion:

AE, AG, AL, AM, RO, AP, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ,
DK, DM, DO, DZ,EA, EC, EE, EG, EP, ES, 1, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, 1D, I, IN, IR, IS, JP, KE,
KG, KN, KP, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO,
Nz, OA, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH,
TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW

3. Recordatorio con respecto a la traduccién a (una de) la(s) lengua(s) oficial(es) de las Oficinas elegidas.

Se le recuerda al Solicitante que, cuando una traduccion de la solicitud internacional deba presentarse a la Oficina elegida, la traduccién
debe contener una traduccion de los anexos del informe preliminar internacional sobre patentabilidad (Capitulo I1).

Es responsabilidad del solicitante preparar y presentar dicha traduccién directamente a cada Oficina elegida interesada dentro del
plazo aplicable (Regla 74.1).

Véase el Volumen Il de la Guia del solicitante de PCT para mas detalles.

La Oficina Internacional de la OMPI Oficial Autorizado

34, chemin des Colombettes .
1211 Geneva 20, Suiza Nora Lindner

Fax No. +41 22 338 82 70

Correo electrénico: pt05.pct@wipo.int

Forma PCT/IB/338 (Enero 2004)
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® PCT

INFORME PRELIMINAR INTERNACIONAL SOBRE PATENTABILIDAD
(Capitulo 11 del Tratado de Cooperacién en materia de Patentes)

(Articulo 36 y Regla 70 del PCT)

cl? erl:r:]:ri?ia?::igxpedieme fel solietant PARA ACCION Véase formulario PCT/IPEA/416
LO 422 WO ADICIONAL

Solicitud internacional N° Fecha de presentacion internacional Fecha de prioridad (dia/mes/afio)
PCT/EP2014/066307 (dia/mes/ano) »9.07.2014 30.07.2013

Clasificacion Internacional de Patentes (CIP) o a la vez clasificacion nacional e CIP
C03C17/36

Solicitante
BUHLER ANZENAU GMBH

El presente informe preliminar internacional sobre patentabilidad, se establece por esta Administracion encargada del
examen preliminar internacional segun el Articulo 35y se transmite al solicitante conforme al Articulo 36.

Este INFORME comprende 7 hojas, incluida la presente hoja de portada.

Este informe también contiene ANEXOS, que comprenden:

a. (enviado al solicitante y a la Oficina Internacional) un total de 9 hojas, descritas a continuacion:

hojas de la descripcion, las reivindicaciones y/o los dibujos que han sido modificadas, y/u hojas que
contienen rectificaciones autorizadas por esta Administracion, a menos que estas hojas hubieran sido
reemplazadas o canceladas, y cualquier escrito de acompafiamiento (véase Reglas 46.5, 66.8,
70.16, 91.2 y la seccion 607 de las Instrucciones Administrativa).

[] hojas que contienen rectificaciones no tomadas en cuenta por esta Administracion porque no estuvieran
disponibles en el momento en el que esta Administracién comenzé a elaborar este informe, asi como los
escritos de acompafiamiento (Reglas 66.4bis, 70.2.e), 70.16 y 91.2)

[] hojas de reemplazo y escritos de acompafiamiento, que esta Administracion considera que, o bien
contienen una modificacion que se extiende mas alla de lo divulgado en la solicitud internacional tal y
como fue inicialmente presentada, o bien las hojas de reemplazo no se acompafiaron de un escrito
indicando la base para la modificacion en la solicitud tal y como se present6, segun se indica en el
punto 4 del Recuadro |y en el Recuadro Suplementario (véase Regla 70.16.b)).

[] (remitido Unicamente a la Oficina Internacional) un total de (indicar tipo y ndmero de soporte(s)
electrdnico(s)) , que contienen una lista de secuencias, en formato de archivo
de texto segun Anexo C/ST.25, como se indica en el Recuadro Suplementario relativo a listas de secuencias
(ver parrafo 3ter del Anexo C de las Instrucciones Administrativas).

=

El presente informe contiene indicaciones relativas a los puntos siguientes:
Recuadro | Base de este informe

[] Recuadro Il Prioridad

[] Recuadro Il No formulacion de opinion sobre la novedad, la actividad inventiva y la aplicacion industrial
[] RecuadrolV  Falta de unidad de invencion
0
0

Recuadro V Declaracién motivada segin el Articulo 35.2) sobre la novedad, la actividad inventiva y la
aplicacion industrial; citas y explicaciones en apoyo de esta declaracion
Recuadro VI Ciertos documentos citados

Recuadro VIl Defectos en la solicitud internacional
Recuadro VIII  Observaciones relativas a la solicitud internacional

O

Fecha de presentacion de la solicitud de examen preliminar | Fecha de finalizacion del presente informe

internacional

Nombre y direccion postal de la Administracion encargada | Funcionario autorizado

del examen preliminar internacional

N° de fax: N° de teléfono:

Formulario PCT/IPEA/409 (hoja de portada) (Enero 2015)




Solicitud internacional N°

INFORME PRELIMINAR INTERNACIONAL SOBRE
b ATENTABILIDAD PCT/EP2014/066307

Recuadro I. Base de este informe

1. Por lo que respecta al idioma, este informe se basa en:
la solicitud internacional en el idioma en el cual se presento

[] de unatraduccion del idioma original al siguiente idioma , que es el de una traduccion proporcionada a
los fines de:
[] busqueda internacional (segtn Reglas 12.3.a) y 23.1.b))

[] publicacion de la solicitud internacional (segin Regla 12.4.a))
[] examen preliminar internacional (segun Reglas 55.2.a) y/0 55.3.a) y b))

2. Por lo que respecta a los elementos de la solicitud internacional, esta opinién se ha establecido sobre la base de (las hojas
de reemplazo que hayan sido enviadas a la Oficina Receptora en respuesta a un requerimiento segtn el Articulo 14 se las
denomina en este informe como "inicialmente presentadas” y no se anexan al informe):

[ lasolicitud internacional tal y como fue inicialmente presentada/enviada
la descripcion:

paginas 1-18 , tal como se presentaron/enviaron inicialmente
paginas* recibidas por esta Administracion en fecha
paginas* recibidas por esta Administracion en fecha

las reivindicaciones:

nimeros , tal como se presentaron/enviaron inicialmente
nUmeros* , modificadas (acompafiadas de una declaracion) segin el Articulo 19
niimeros* 1-27 recibidas por esta Administracion en fecha 19.10.2015 mediante telefax
los dibujos:
paginas 1/7-7/7 , tal como se presentaron/enviaron inicialmente
paginas * recibidas por esta Administracion en fecha
paginas * recibidas por esta Administracion en fecha

[] una lista de secuencias - ver Recuadro Suplementario relativo a listas de secuencias
3. [] Lasmodificaciones ha ocasionado la anulacion de:
[] ladescripcion, paginas
[] las reivindicaciones, Nos.
[] losdibujos, hojas/fig.
[] lalista de secuencias (precisar):
4[] Estaopinion se ha establecido como si (algunas de) las modificaciones listadas mas abajo no se hubieran realizado ya
que, o bien se considera que van mas all4 de la divulgacién de la invencion tal como fue presentada, o bien no se
acompafiaron de una carta indicando la base para las modificaciones en la solicitud tal y como se presentd, como se
indica en el Recuadro Suplementario (Regla 70.2.c) y c-bis)).
[] ladescripcion, paginas
[] las reivindicaciones, Nos.
[] losdibujos, hojas/fig.
[] lalista de secuencias (precisar):

5. [] Estaopinion se ha establecido:

[] tomando en consideracion la rectificacion de un error evidente autorizado por o notificado a esta
Administracion segun la Regla 91 (Reglas 66.1.d-bis) y 70.2.e)).

[] sin tomar en consideracion la rectificacion de un error evidente autorizado por o notificado a esta
Administracion segun la Regla 91 (Reglas 66.4bis y 70.2.¢)).

6. Por lo que respecta a las busquedas complementarias (Reglas 66.1ter y 70.2.1):
esta Administracién ha realizado una bisqueda complementaria el 09.11.2015

[ se han recuperado documentos adicionales durante la busqueda complementaria
[ esta Administracion no ha realizado busqueda complementaria por considerar que no seria de utilidad.

~

[] El(los) informe(s) de bisqueda internacional suplementario(s) emitido(s) por la(s) Administracion(es)

ha(n) sido recibido(s) y tomados(s) en consideracion para establecer esta opinion (Regla

45bis.8.b) y c))
* Si se utiliza el punto 4, algunas o todas estas paginas pueden llevar el sello de "sustituida”.

Formulario PCT/IPEA/409 (Recuadro I) (Enero 2015)



Solicitud internacional N°

INFORME PRELIMINAR INTERNACIONAL SOBRE
BATENTABILIDAD PCT/EP2014/066307

industrial; citas y explicaciones en apoyo de esta declaracion

Recuadro V.  Declaracién motivada segin el Articulo 35.2) sobre la novedad, la actividad inventiva y la aplicacion

1. Declaracién

Novedad Reivindicaciones |7
Reivindicaciones

Actividad inventiva Reivindicaciones  1.27
Reivindicaciones

Aplicacion industrial Reivindicaciones 127

Reivindicaciones

Si
NO
Si
NO
Si
NO

2. Citasy explicaciones (Regla 70.7)

Se hace referencia a los siguientes documentos:

D01 DE 10 2006 024524 Al (ARDENNE ANLAGENTECH
GMBH [DE]) 6 de diciembre de 2007 (2007-12-06)

El siguiente documento no fue citado en el reporte de

blsqueda internacional:

D05 WO 2009/036284 Al (CARDENAL CG CO [US]; MYLI
KARI [US]; KRISKO ANNETTE [US]; BROWNLEE: JAM)
19 de marzo de 2009 (2009-03-19)

1 El Documento DOl se considera la técnica anterior mas

préxima a la materia de la reivindicacién 1. Se
divulga:

1.1 "Un sistema de capas reflectante de radiacidn
infrarroja de un sustrato transparentes (100)
(parrafo [00011]),

1.2 que comprende las capas siguientes en la secuencia:

1.3 - una primera capa dieléctrica (D1l) dispuesta sobre el

sustrato transparente (100) (figura en el dibujo

adjunto, la capa 1)

Formulario PCT/IPEA/409 (Recuadro V) (Enero 2015)




Solicitud internacional N°

INFORME PRELIMINAR INTERNACIONAL SOBRE
BATENTABILIDAD PCT/EP2014/066307

Recuadro V.  Declaracién motivada segin el Articulo 35.2) sobre la novedad, la actividad inventiva y la aplicacion
industrial; citas y explicaciones en apoyo de esta declaracion

1.4 - una segunda capa dieléctrica (D2) dispuesta en la
primera capa dieléctrica (Dl) (figura en el dibujo
adjunto, la capa 2)

1.5 - un sistema de primera capa de metal (MLL) (figura
en el dibujo adjunto, las capas 3-7)

1.6 que comprende las capas siguientes en la secuencia:
1.7 una primera capa metdlica (Ml) que consiste
preferentemente de o que comprende Ag (figura en el

dibujo adjunto, la capa 5)

1.8 - una primera capa de bloqueo (BL) (figura en el dibujo
adjunto, la capa 6 o 7),

1.9 - un sistema de capas de recubrimiento de barrera
dieléctrica (BCL) (figura en el dibujo adjunto, las
capas 8-10)

1.10 caracterizado porque

1.11 la segunda capa dieléctrica (D2) estd hecha de Ti02

(Figura en el dibujo adjunto, la capa 2)."

2 La materia de la reivindicacidén 1 difiere asi del

sistema de capas conocido en que:

2.1 "la primera capa dieléctrica (DL) consiste de Si02"

2.2 y por lo tanto es novedoso (la primera capa
dieléctrica (D1), la capa 1 en la figura en el dibujo

adjunto, consiste de SiO.Ny)

Formulario PCT/IPEA/409 (Recuadro V) (Enero 2015)
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B ATENTABILIDAD PCT/EP2014/066307

Recuadro V.  Declaracién motivada segin el Articulo 35.2) sobre la novedad, la actividad inventiva y la aplicacion
industrial; citas y explicaciones en apoyo de esta declaracion

3 De acuerdo con la pagina 3, lineas 1 a 5, de la
solicitud, la presente invencidédn se puede considerar

para abordar el problema de

4 "proporcionar un sistema de capas reflectante de
radiacidén infrarroja y un método para producir tal
sistema de capas de acuerdo con el predmbulo de las
reivindicaciones independientes, que no tiene capas
individuales SiyNyOyx y ZnSnOx, y que exhibe baja
emisividad, al menos en el rango de longitud de onda
de 3 micrdémetros a aproximadamente 35 micrémetros, y

alta transparencia".

5 La solucidén a este problema, como se propone en la
reivindicacién 1 de la presente solicitud, involucra
una actividad inventiva (articulo 33(3) del PCT) por

las siguientes razones:

5.1 Los ejemplos en la tabla 1 en la pagina 13 de la
solicitud demuestran que este problema ha sido
resuelto. Los ejemplos en las tablas 1 y 2, con las
capas dieléctricas inferiores que consisten de Si0, y
Al,05, proporcionan el suficiente soporte para el

alcance completo de la reivindicacién. 1

5.2 El documento D01 ensefia lo siguiente, en los péarrafos
[0022] y [0023], en conjunto con la capa dieléctrica
inferior (DL) hecha de SiO4N,:

5.2.1 "Otra ventaja lograda al insertar la capa de barrera
hecha de un material dieléctrico con media a baja

refraccidn entre los sustratos y

Formulario PCT/IPEA/409 (Recuadro V) (Enero 2015)
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INFORME PRELIMINAR INTERNACIONAL SOBRE
BATENTABILIDAD PCT/EP2014/066307

Recuadro V.  Declaracién motivada segin el Articulo 35.2) sobre la novedad, la actividad inventiva y la aplicacion
industrial; citas y explicaciones en apoyo de esta declaracion

la capa reflectante de radiacidén infrarroja, es
aquella de minimizar el efecto éptico de la capa
de fondo de acuerdo con la invencidén, de tal forma
que la transmisidén a través de la secuencia de
capas, y por tanto su ubicacidén/espacio espectral,
no se altera o altera sélo en medida
insignificante por la capa suplementaria. Una capa
con media a baja refraccidédn debe de entenderse
como una capa que tiene un indice de refraccidn
tal que, en comparacién con el indice de
refraccidén de materiales utilizados en sistemas de
capas de reflectantes de radiaciédn infrarroja
comunes, éste yace en el rango inferior y por 1lo
tanto en la proximidad al sustrato. Es bien
sabido, que el indice de refraccién del o6xido de
silicio estequiométrico es de alrededor de 1.4¢,
que debe considerarse como un indice de refraccidn
bajo, mientras que aquel del nitruro de silicio
vace en alrededor de 2.05, el cual es un indice de
refraccidén alto en comparacidén con aquel de los
materiales utilizados estos sistemas de capas.
Este indice de refraccidén y los indices de
refraccidén de aqui en adelante siempre se refieren
a la longitud de onda efectiva de la luz visible,

que yace en 550 nm.

5.2.2 Por esta razdbdn, en una configuracidn
particularmente ventajosa, el indice de refraccidn
es aproximadamente el mismo que o ligeramente
mayor que el del sustrato. En la medida en que el
sustrato es un vidrio flotado, que tiene un indice
de refraccidén de aproximadamente 1.52, el indice
de refraccién de la capa inferior se supone que va
desde 1.50 hasta 1.85, preferiblemente 1.60 a
1.75. La particular

Formulario PCT/IPEA/409 (Recuadro V) (Enero 2015)
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INFORME PRELIMINAR INTERNACIONAL SOBRE
BATENTABILIDAD PCT/EP2014/066307

Recuadro V.  Declaracién motivada segin el Articulo 35.2) sobre la novedad, la actividad inventiva y la aplicacion
industrial; citas y explicaciones en apoyo de esta declaracion

ventaja aqui es que el indice de refraccién de un
oxinitruro de un metal, semiconductor o aleacidén de
semiconductores se puede ajustar muy facilmente a

través de la proporcidn de oxigeno y/o nitrdgeno".

5.3 Esta ensefianza representa un perjuicio real contra la
sustitucién de SiO4N, por Si0, en los sistemas de capas
que se encuentran en DO0l. Con respecto a Si0,/A1,05 y
Al,03/T;0, en los sistemas de capas dieléctricas
inferiores D1/D2 alternativas de acuerdo con la
reivindicacién 1, la técnica anterior no da ninguna
indicacién de las mismos, con excepcidédn del documento
DO5. E1 Documento DO5, sin embargo, da a conocer estas
alternativas pero no en el contexto de un sistema de
capas de baja emisidn que contiene plata. A diferencia
de la técnica anterior de acuerdo al documento D01, en
el documento D05 solo capas de 6xido electroconductivo
transparente entran en cuestidn como capas de
reflectantes de radiacidén en lugar de plata, por

ejemplo.

5.4 El objeto de la reivindicacién 1 por lo tanto no se
sugiere por la técnica anterior disponible. Por tanto,

implica una actividad inventiva.

6 Las reivindicaciones 2-27 son dependientes de la
reivindicacién 1 y por lo tanto igualmente cumplen los
requisitos del PCT con respecto a la novedad y la
actividad inventiva. Las reivindicaciones
independientes de método 21-24 se refieren de nuevo a
las reivindicaciones de producto 1-20, y por lo tanto
puede considerarse como equivalentes a las

reivindicaciones dependientes.
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PATENTIERBARKEIT

(Kapitel Il des Vertrags (ber die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens)

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts |

LO 422 WO WEITERES VORGEHEN siehe Formblatt PCTIPEA416

| Internationales Anmeldedatum (TagMonatJahr) | Prioritatsdatum (TagMonatiahr)
29.07.2014 30.07.2013

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP2014/066307

Internationale Patentklassifikation (IPC) oder.nationale Klassifikation und IPC

INV. C03C17/36

Anmelder

Biihler Alzenau GmbH

1.  Beidiesem Bericht handelt es sich um den internationalen vorldufigen Priifungsbericht, der von der mit der
internationalen vorlaufigen Prifung beauftragten Behorde nach Artikel 35 erstellt wurde und dem Anmelder geman
Artikel 36 Ubermittelt wird.

2. Dieser BERICHT umfaBt insgesamt 7 Bléatter einschlieBlich dieses Deckblatts.

3.  AuBerdem liegen dem Bericht ANLAGEN bei; diese umfassen
a. ¥ (an den Anmelder und das Internationale Biiro gesandt) insgesamt 9 Blatter; dabei handelt es sich um

X Blatter mit der Beschreibung, Anspriichen undioder Zeichnungen, die gedndert wurden, undioder Blatter mit
Berichtigungen, denen die Behdrde zugestimmt hat, sofern diese Blatter nicht {iberholt sind oder fortfallen,
sowie etwaige Begleitschreiben (siehe Regeln 46.5, 66.8, 70.16, 91.2 und Abschnitt 607 der
Verwaltungsvorschriften).

[0 Blatter mit Berichtigungen, die laut Entscheidung der Behérde nicht beriicksichtigt werden, weil bis zu dem
Zeitpunkt, zu dem die Behérde mit der Erstellung des Berichts begonnen hat, keine Zustimmung ihrerseits
zu den Berichtigungen bzw. keine Mitteilung der Berichtigungen an die Behorde erfolgt ist, sowie etwaige
Begleitschreiben (Regeln 66.4bis, 70.2 e), 70.16 und 91.2).

O dberholte Blatter und etwaige Begleitschreiben, wenn nach Auffassung der Behdrde entweder die spateren
Blatter eine Anderung enthalten, die (iber den Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung in der
urspringlich eingereichten Fassung hinausgeht, oder den spateren Blattern kein Begleitschreiben beigefiigt
war, das die Grundlage flir die Anderungen in der urspriinglich eingereichten Anmeldung angibt, wie in Feld
Nr. 1, Punkt 4 und im Zusatzfeld angegeben (siehe Regel 70.16 b)).

b. O (nur an das Internationale Biiro gesandl) insgesamt (bitte Art und Anzahl derides elektronischen Datentriger(s)
angeben) , derdie ein Sequenzprotokoll enthédltlenthalten, nur in elektronischer Form, wie im Zusatzfeld
betreffend das Sequenzprotokoll angegeben (siehe Ziffer 3ter des Anhangs C der Verwaltungsvorschriften).

4.  Dieser Bericht enthdlt Angaben zu folgenden Punkten:

B4 Feld Nr. | Grundlage des Berichts
[0 FeldNr. Il Prioritat
[J FeldNr. Il Keine Erstellung eines Gutachtens (iber Neuheit, erfinderische Tatigkeit und gewerbliche
Anwendbarkeit
[J Feld Nr. IV Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung
BJ Feld Nr.V  Begriindete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit
und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stitzung dieser Feststellung
[0 Feld Nr. VI Bestimmte angefiihrte Unterlagen
[J Feld Nr. VIl Bestimmte Mingel der internationalen Anmeldung
[J Feld Nr. VIIl Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung
Datum der Einreichung des Antrags Datum der Fertigstellung dieses Berichts
01.06.2015 25.11.2015
Name und Postanschrift der mit der internationalen vorlaufigen Bevollmachtigter Bediensteter ot
Prifung beauftragten Behdrde a0y
———  Europaisches Patentamt .“; Q%
@ D-80298 Miinchen Somann, Karsten ._@ 7
Tel. +49 892399 -0 Y K
———  Fax:+49 89 2399 - 4465 Tel. +49 89 2399-8586 g g
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Feld Nr.1 Grundlage des Berichts

1. Hinsichtlich der Sprache beruht der Bescheid auf

2.

3.

4.

5.

B  der internationalen Anmeldung in der Sprache, in der sie eingereicht wurde.

O einer Ubersetzung der internationalen Anmeldung in die folgende Sprache , bei der
es sich um die Sprache der Ubersetzung handelt, die fiir folgenden Zweck eingereicht worden ist:

1 internationale Recherche (nach Regeln 12.3 a) und 23.1 b))
I Veroffentlichung der internationalen Anmeldung (nach Regel 12.4 a))
O internationale vorlaufige Prifung (nach Regeln 55.2 a) undioder 55.3 a) und b))

Hinsichtlich der Bestandteile* der internationalen Anmeldung beruht der Bericht auf (Ersatzblatter, die dem
Anmeldeamt auf eine Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichts als
“urspringlich eingereicht" und sind ihm nicht beigefigt):

Beschreibung, Seiten
1-18 in der ursprunglich eingereichten Fassung

Anspriiche, Nr.
1-27 eingereicht am 19-10-2015 mit Telefax

Zeichnungen, Blatter
1/7-77 in der urspranglich eingereichten Fassung

L1 eines Sequenzprotokolls - sieche Zusatzfeld betreffend das Sequenzprotokoll.

O Aufgrund der Anderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen:

[] Beschreibung: Seite

O Anspriiche: Nr.

O Zeichnungen: Blatt/Abb.

[0 Sequenzprotokoll (genaue Angaben):

O Dieser Bericht ist ohne Beriicksichtigung (von einigen) der diesem Bericht beigefligten und nachstehend
aufgelisteten Anderungen erstellt worden, da diese aus den im Zusatzfeld angegebenen Griinden nach
Auffassung der Behorde Gber den Offenbarungsgehalt in der urspriinglich eingereichten Fassung
hinausgehen oder laut Angabe im Zusatzfeld kein Begleitschreiben beigefligt war, in dem die Grundlage fir
die Anderung in der ursprunglich eingereichten Anmeldung angegeben war (Regel 70.2 ¢) und c-bis)).

O Beschreibung: Seite

O Anspriiche: Nr.

O Zeichnungen: Blatt/Abb.

O Sequenzprotokoll (genaue Angaben):

[0 Dieser Bericht wurde erstellt:

[ unter Berticksichtigung der Berichtigung eines offensichtlichen Fehlers, die nach Regel 91 von
dieser Behdrde genehmigt wurde bzw. dieser Behorde mitgeteilt wurde (Regeln 66.1 d-bis) und 70.2 g)).

OJ ohne Beriicksichtigung der Berichtigung eines offensichtlichen Fehlers, die nach Regel 91 von
dieser Behorde genehmigt wurde bzw. dieser Behdrde mitgeteilt wurde (Regeln 66.4bis) und 70.2 e)).
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6. X AbschlieBende Recherchen (Regeln 66.1ter und 70.2 f)):

B Von dieser Behdrde wurde am 09.11.2015 eine abschlieBende Recherche durchgefiihrt (alle
ermittelten Dokumente sind im Zusatzfeld betreffend die abschlieBende Recherche aufgefihrt).

[0 Bei der abschlieBenden Recherche wurden zuséatzliche relevante Dokumente ermittelt.
L] Diese Behorde hat keine zusatzliche Recherche durchgefihrt, da eine solche Recherche nicht

zweckmanig ware.

7. O Bei der Erstellung dieses Berichts wurde der ergénzende internationale Recherchenberichtwurden die

erganzenden internationalen Recherchenberichte der folgenden Behdrde(n)

b) und c)).

berlicksichtigt (Regel 45bis.8

* Wenn Punkt 4 zutrifft, kbnnen einige oder alle dieser Blatter mit der Bemerkung "tberholt" versehen werden.

Feld Nr. V  Begriindete Feststellung nach Artikel 35 (2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen
Tatigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erkldrungen zur Stiitzung dieser

Feststellung

1. Feststellung

Neuheit (N)

Erfinderische Tatigkeit (I1S)

Gewerbliche Anwendbarkeit (1A)

Ja:

Nein:

Nein:

Ja:

Nein:

Anspriche
Anspriche
Anspruche

Anspriiche

Anspruche:

Anspriiche:

2. Unterlagen und Erklarungen (Regel 70.7):

siehe Beiblatt
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Zu Punkt V

Begriindete Feststellung hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit
und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stiitzung
dieser Feststellung

Es wird auf das folgende Dokument verwiesen:

D1 DE 10 2006 024524 A1 (ARDENNE ANLAGENTECH GMBH [DE]) 6.
Dezember 2007 (2007-12-06)

Das folgende Dokument wurde im internationalen Recherchenbericht nicht angege-
ben.

D5 WO 2009/036284 A1 (CARDINAL CG CO [US]; MYLI KARI [US]; KRISKO
ANNETTE [US]; BROWNLEE JAM) 19. Marz 2009 (2009-03-19)

1 Das Dokument D1 wird als nachstliegender Stand der Technik gegentber
dem Gegenstand des Anspruchs 1 angesehen. Es offenbart:

1.1 "Infrarotstrahlung reflektierendes Schichtsystem eines transparenten Sub-
strats (100) (Absatz [0001]),

1.2 umfassend in dieser Reihenfolge angeordnet:

1.3 - eine auf dem transparenten Substrat (100) angeordnete erste dielektrische
Schicht (D1) (Figur der anhangenden Zeichnung, Schicht 1),

1.4 - eine auf der ersten dielektrischen Schicht (D1) angeordnete zweite dielektri-
sche Schicht (D2) (Figur der anhangenden Zeichnung, Schicht 2),

1.5 - ein erstes Metallschichtsystem (MS1) (Figur der anhangenden Zeichnung,
Schichten 3 bis 7),

1.6 umfassend in dieser Reihenfolge:

1.7 - eine erste Metallschicht (M1 ),vorzugsweise bestehend oder umfassend Ag
(Figur der anhangenden Zeichnung, Schicht 5),

1.8 - eine erste Blockerschicht (B1) (Figur der anhangenden Zeichnung,
Schicht 6 oder auch 7),

1.9 - ein dielektrisches Barrieredeckschichtsystem (BDS) (Figur der anhangenden
Zeichnung, Schichten 8 bis 10),

Formblatt PCT/Beiblatt/409 (Blatt 1) (EPA-April 2005)
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1.10

2.1
2.2

5.1

5.2

5.2.1

dadurch gekennzeichnet,

und die zweite dielektrische Schicht (D2) aus TiO, (Figur der anh&ngenden
Zeichnung, Schicht 2)

Der Gegenstand des Anspruchs 1 unterscheidet sich somit von dem bekann-
ten Schichtsystem dadurch, dass:

"die erste dielektrische Schicht (D1) aus SiO, besteht",

und ist daher neu, (die erste dielektrische Schicht (D1), Schicht 1, in der Figur
der anhangenden Zeichnung besteht aus SiO,N,)

Gemal Seite 3, Zeilen 1 bis 5 der Anmeldung kann die mit der vorliegenden
Erfindung zu |6sende Aufgabe somit darin gesehen werden

"ein Infrarotstrahlung reflektierendes Schichtsystem sowie ein Verfahren zur
Herstellung eines derartigen Schichtsystems nach dem Oberbegriff der unab-
héangigen Patentanspriiche zur Verfligung zu stellen, das keine Si;,N,O,- und
keine ZnSnO,- Einzelschichten aufweist, eine niedrige Emissivitat zumindest
im Wellenlangenbereich von 3 pum bis ca. 35 um und eine hohe Transparenz
aufweist."

Die in Anspruch 1 der vorliegenden Anmeldung fir diese Aufgabe vorgeschla-
gene Ldsung beruht aus den folgenden Grliinden auf einer erfinderischen Ta-
tigkeit (Artikel 33 (3) PCT):

Die Beispiele in der Tabelle 1 auf der Seite 13 der Anmeldung stellen die L6-
sung dieser Aufgabe unter beweis. Die Beispiele in den Tabellen 1 und 2 lie-
fern mit ihren untersten dielektischen Schichten in Form von SiO, und Al,O4

eine ausreichende Stitze flr die gesamte Breite des Anspruchs 1.

Das Dokument D1 lehrt im Zusammenhang mit der untersten dielektrischen
Schicht (D1) aus SiOsN, in den Absatzen [0022] und [0023] folgendes:

"Ein weiterer Vorteil, der durch die Einfligung der Barriereschicht aus erfin-
dungsgemass mittel- bis niedrig brechendem dielektrischem Material zwi-
schen Substrat und der Infrarotstrahlung reflektierenden Schichtenfolge erzielt
wird, ist die Minimierung des optischen Effektes der erfindungsgeméssen Un-
terschicht, so dass die Transmission der Schichtenfolge und somit deren Far-

Formblatt PCT/Beiblatt/409 (Blatt 2) (EPA-April 2005)
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bort durch die erganzende Schicht nicht oder nur geringfligig verandert wird.
Als mittel- bis niedrig brechend soll hier eine Schicht mit solch Brechungsin-
dex zu verstehen sein, der im Vergleich zu den Brechungsindizes der in Ubli-
chen Infrarotstrahlung reflektierenden Schichtsystemen verwendeten Materia-
lien im unteren Bereich und somit in der Nahe des Substrates
liegt.Bekanntermassen liegt der Brechungsindex von stéchiometrischem Silizi-
umoxid bei ungefahr 1,46, was als niedrig brechend anzusehen ist, wahrend
der von Siliziumnitrid bei ungefahr 2,05 liegt, was im Vergleich der flr diese
Schichtsysteme verwendeten Materialien ein hoher Brechungsindex ist. Diese
und die im Folgenden angegebenen Brechungsindizes beziehen sich stets auf
die Schwerpunktwellenl&nge des sichtbaren Lichts, die bei 550 nm liegt.

5.2.2 Deshalb sieht eine besonders vorteilhafte Ausgestaltung vor, dass der Bre-
chungsindex ungefahr gleich oder geringfligig grdsser als der des Substrates
ist. Sofern es sich bei dem Substrat um Floatglas handelt, welches einen Bre-
chungsindex von ungefahr 1,52 hat, soll der Brechungsindex der Unterschicht
einen Brechungsindex von 1,50 bis 1,85, vorzugsweise im Bereich von 1,60
bis 1,75 aufweisen. Hier erweist es sich von Vorteil, dass der Brechungsindex
eines Oxynitrids eines Metalls, Halbleiters oder einer Halbleiterlegierung tber
den Sauerstoff- und/oder den Stickstoffanteil sehr gut einstellbar ist."

5.3 Diese Lehre stellt ein echtes Vorurteil gegen den Ersatz von SiO;N, durch
SiO, im aus der D1 hervorgehenden Schichtsystemen dar. Im Hinblick auf
SiO,/AlLO; und Al,O4/TiO, als im Anspruch 1 beanspruchte alternative untere
dielektrische D1/D2 Schichtsysteme fehlt hierzu auBBer in der Druckschrift D5
jegliche Angabe im Stand der Technik. Das Dokument D5 offenbart zwar die-
se Alternativen aber nicht im Zusammenhang mit einem niedrigemissiven
Schichtsystem enthaltend Silber. Im Gegensatz zum Stand der Technik ge-
man der Druckschrift D1 kdnnen im Dokument D5 anstelle von Silber beispiel-
haft nur transparente elektrokonduktive Oxydschichten als Infrarotstrahlen re-
flektierende Schichten in Frage kommen.

5.4 Somit wird der dem Anspruch 1 zugrundeliegende Gegenstand durch den vor-
liegenden Stand der Technik nicht nahegelegt. Ein erfinderischer Schritt liegt
ihm infolgedessen zugrunde.
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6 Die Ansprlche 2 bis 27 sind vom Anspruch 1 abhangig und erflllen damit
ebenfalls die Erfordernisse des PCT in Bezug auf Neuheit und erfinderische
Tatigkeit. Die unabhangigen Verfahrensanspriiche 21 bis 24 sind auf die
Produktanspriiche 1 bis 20 riickbezogen, und kénnen daher als Aquivalente
eines abhangigen Anspruchs betrachtet werden.
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Auf den schriftlichen Bescheid dar internatinonalen Recherchebehdrde
yom 17.7.2015:

Stutigart, Germany

Es werden neue Patentanspriiche lberreicht, die gegeniiber dem
ermittelten Stand der Technik neu und Ergebnis erfinderischer
Tatigkeit sind.

Der neue Anspruch 1 lautel.

Infrarctstrahiung reflektierendes Low- E - Schichisystem eines
transparenten Subslrats (100), umfassend in dieser Reihenfolge
angeordnet:

eine auf dem transparenten Substrat (100) angeardnete erste
dielektrische Schicht (D1),

eine auf der ersten dielekirischen Schicht (D1} angeordnete zweite
dielektrische Schicht (D2),
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ein erstes Metallschichtsystem (MS1), unfassend in dieser Reihenfolge:
eine erste Metallschicht (M1),vorzugsweise bestehend oder umfassend Ag,
gine erste Blockerschicht (B1),

ein dielektrisches Barrieradeckschichisystem (BIS),

dadurch gekennzeichnet,

dass die erste dielektrische Schicht (D1) aus SiO2 hesleht und die zweite dielekirische
Schicht (D2) aus TIOZ2 oder Al203 besteht oder umfasst,

ader

dass die erste dielektrische Schicht (1D1) aus AlI203 besteht oder umfasst und die zweite
dielektrische Schicht (D2) aus TiO2 besteht oder umfasst.

Gegeniiber dem Anspruch 1 des mit der vorherigen Eingabe eingereichten Anspruchssatz
ist der neue Anspruch dadurch geéndert, dal nunmehr in die Definition des
Schichtsystems die Charakterisierung ,Low-E" aufgenommen worden ist.

Offenbar wird in dem schrifflichen Bescheid bareits anerkannt, dass das kennzeichnende
Merkmal, zweite Alternative, dass ,die dielektrische Schichl aus Al,O3 besteht ader
umfasst und die zweite dielektrische Schicht aus TiO, besteht oder umfasst® von den
Dokumenten D1 (DE 10 2006 024 524 A1), D2 (WO 2004/056564 A1) und D3 (DE 197 51
711 A1) nicht getroffen wird

Hinsichtlich der ersten Aitemative des kennzeichnenden Merkmals

dass die erste dielektrische Schicht (D1) aus SiO2 besteht und die zweite
dielektrische Schicht (D2) aus TiO? oder AI203 besteht oder umfasst

ist folgendes festzustellen.

D1 offenbart lediglich eine aus Oxynitrid bestehende Schicht als unmittelbar auf dem
Substrat aufliegende Schicht, nicht jedoch eine aus Siliziumdioxid SO, hestehende
Schicht als unmittelbar auf dem Glas aufliegende erste Schicht des Schichtsystems,

Ferner umfasst die zweite Schicht dieses Schichtsystems kein Al.Os,

Die Neuheit dieses Merkmals wird in dem genannten Bescheid ausdriicklich anerkannt.
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Allerdings wird die Auffassung vertreten, dal fur dieses Merkmal keine erfinderische
Tatigkeit vorlisge.

Zur Begrindung wird unter Ziff. 5.1.3 bis Ziff. 5.1.5 ausfuhrlich aus D1 hinsichtlich der
technischen Effekte bzw. Vorteile der Oxynitird- Schicht Natriumdiffusionssperre und
Farbneutralitat zitiert. Nicht erwahnt oder bewertet werden dagegen in dem Bescheid die
in D1 angegebenen weiteren Vorteile der dornt beschriebenen Oxynitrid-Schicht und deren
Bewertung; D1, Absatze [021]-{023]. Diese Ausfihrungen in der D1 fithren den Fachmann
ganz eindeulig von der Idee weg, Si02 anstelle des Oxynitrid zu verwenden.

Der Vollstandigkeit halber sind die betreffenden Passagen der D1 hier zitiert:

{0021] Ein weiterer Vorteil der erfindungsgeméRen Unterschicht besteht carin, dass mit der Abschei-dung
dieser erganzenden Barriereschicht das vom Glassubstrat mit in die Beschichiungsanlage eingeschleppte
Vyasser vom Substrat entfernt werden kann, ohne dass dieser Vorgang Einfluss auf die reflektierende
Schichtenfolge ausiibt Denn neben der Fignung als Barriereschicht erwsist sich das Waterial der
arfindungsgemafzn Unterschicht wesentlich unempfindlicher gegeniiber Wasser, als es von den Ublicherweise
als Unterschicht verwendeten Materialien, z.B. Titanoxid (Ti0O2) bekannt ist. Dariiber hinaus stellt sich ein
solches Oxynitrid auch als unempfindiich im Abschsideprozess dar, so dass die Schichleigenschafien auch bei
schwankenden Randbedingungen des Herstellungsprazesses sicher und reproduzierbar einstellbar sind.

[0022] Ein weilerer Vorisil, der durch die Einfligung der Barriereschicht aus erfindungegemal mittel- bis
niedrig brechendem dielektrischem Material zwischen Substrat und der Infrarotstrahlung reflektierenden
Schichtenfolge erzielt wird, ist die Minimierung des optischen Effgktes der erfindungsgemafien Un
terschicht, so dass die Transmission der Schichtenfolge und somit deren Farbort durch die erganzende
Schicht nicht oder nur geringfugig verandert wird, Als mittel- bis niedrig brechend soll hier gine Schicht mit
solch Brechungsindex 71 verstehen sein, der im Vergleich zu den Brechungsindizes der in iiblichen Infra-
rotstrahlung refiektierenden Schichisysiemen verwgndelen Materialien im unteren Bereich und somit in der
Nihe des Substrates liegt. Bekanntermalen liegt der Brechungsindex von stéchiometrischem Sili.ziumoxid
bei ungefahr 1,46, was als niedrig brechend anzusehen isl, wahrend der von Siliziumnilrid bei ungefahr
2,05 liegt, was im Vergleich der fir diese Schichisysteme verwendeten Materialien ein hoher
Brechungsindex ist. Diese und die im Folgenden angegebenen Brechungsindizes beziehen sich stets auf
die Schwerpunklwellenlinge dee sichtbaren Lichts, die bei 550 nm liegt.

[0023] Deshalb sieht eine besonders vorteilhafte Ausgestallung vor, dass der Brechungsindex ungefahr
gleich oder geringfigig grofler als der des Substrates ist, Sofern es sich bei dem Substral um Float-glas
handelt, welches einen Brechungsindex von ungefahr 1,52 hat, soll der Brechungsindex der Unterschicht
einen Brechungsindex von 1,50 bis 1,85, vorzugsweise im Bereich von 1,60 bis 1,76 aufweisen. Hier
erweist es sich von Vorteil, dass dsr Brechungsindex eines Oxynitrids eines Motalls, Halbleiters oder ainer
Hzlbleiterdegierung tiber den Sauerstoff-und/oder den Stickstoffanteil sehr gut einstellbar ist.

Absatz [021] befalt sich mit einem Vorteil einer aus Oxynitrid bestehenden Schicht zu
dem in dem Bescheid kein Pendant angefthrt wird.

Wir méchten dle Aufmerksamkeit vor allem auf die Absaize [022] und [023] lenken in
denen explizit ein Vergleich einer aus Oxynitrid bestehenden Schicht zu einer S102
enthaltenden Schicht vorgenommen wird. Die aus Oxynitrid bestehenden Schicht hat
danach den Vorteil einer Minimierung des optischen Effekts” gegeniber der in ,Ublichen
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Infratrotstrahlung reflektierenden Schichisystemen verwendeten Materialen®, namlich
stéchiometrischem Siliziumoxid.

Ausgehend von dieser Wurdigung des Unterschieds zwischen einer einer aus Oxynitrid
bestehenden Schichf und giner SI02 enthaltenden Schicht wird der Fachmann davon
weggefiihrt bei dem Low-E-Schichtsystem die aus Oxynitrid bestehende Schicht durch
eine SI02 enthaltende Schicht auszutauschen, Daher wird der Fachmann auch nicht die in
D5 enthaltenen vagen Informationen zu den Eigenschaften von Schichten eines Low-
maintenance” Schichtsystems so verstehen, daf er einen Austausch in Betracht ziehen
wirde. Ferner dirfte ein Low-maintenance-Schichtsystem eher ein von einem Low-E-
Schichtsystem technisch weil entfemntes Gebiet sein, so dal auch aus diesem Grund gine
Kombination von D& mit D1 nicht naheliegt.

Zu einem anderen Ergebnis konnte man nur bei einer nicht erlaubten rickschauenden
Bewertung des Standes der Technik kommen.

Zumindest solange keine riickschauende Bewertung vorgenommen wird, ist daher das
Merkmal

dass die erste dielektrische Schichf (D1) aus SiO2 besteht und die zweite
dielekirische Schicht (D2) aus TiO2 oder AI203 besteht oder umfasst

nicht durch D1 allein oder in Kombination mit D5 nahegelegt.

Es wird daher gebeten, anzuerkennen, dass die vorliegenden neuen Anspruche das
Erfordernis von Neuheit und erfinderischer Tatigkeit erflllen.

Fhl

Dr, B. Michael Pohlmann
Patentanwalt

Anlage
- geénderte Anspriiche (clean / marked up)
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Patentanspriiche

1. Infrarotstrahiung reflektierendes Low- E - Schichtsystem eines transparenten Subslrats
(100), umfassend in dieser Reihenfolge angeordnet:

- eine auf dem transparenten Substrat (100) angeordnete erste dielektrische Schicht
(D7),

- eine auf der ersten dielektrischen Schicht (D1) angeordnete zwelte dielektrische
Schicht (D2),

- ein erstes Metallschichtsystem (MS1), umfassend in dieser Reihenfolge:
- eine erste Metallschicht (M1),vorzugsweise bestehend oder umfassend Ag,
- eine erste Blockerschicht (B1),

- ein dielektrisches Barrieredeckschichtsystem (BDS),

dadurch gekennzeichnet,

dass die erste dielektrische Schicht (D1) aus SiO; besteht und die zweite dielektrische
Schicht (D2) aus TiO, oder Al,O; besteht oder umfasst,

oder

dass dic erste dielektrische Schicht (D1) aus Al.Oy besteht oder umfasst und die zweite
dielektrische Schicht (D2) aus TiO: besteht oder umfasst.

2. Low-E-Schichtsystem nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die erste
Metallschicht (M1) auf einer ersten Saatschicht (S1) angeordnet ist, die zwischen der
zweiten dielektrischen Schicht (D2) und der ersten Metallschicnt (M1) vorgesehen ist.

3 Low-E-Schichisystem nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass die erste
Saatschicht (1) entweder aus AZO, NiCrOx, TiOx oder Ti besteht oder diese umfasst.

4, Low-E-Schichtsystem nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch
gekennzeichnet, dass die erste Blockerschicht (B1) auf der ersten Metallschicht (M1)
angeordnet ist.

8. Low-E-Schichtsystem nach inem der vorhergehenden Anspruche, dadurch
gekennzeichnet, dass die erste Blockerschicht (B1) entweder aus NiCrOx, NiCr, TiOx,

Ti, ZnOx:Al oder AZO hestaht oder diese umfasst.

-1- hmplse
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6. Low-E-Schichtsystemn nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch
gekennzeichnet, dass das dielektrische Barrieredeckschichtsystem (BDS) auf der ersten
Blockerschicht (B1) angeordnet ist.

7. Low-E-Schichtsystem nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch
gekennzeichnet, dass ein zweites Metallschichtsystem (MS2) vorgesehen ist,
umfassend in dieser Reihenfolge:

- eine dritte dielektrische Schicht (D3),

- eine zweite Saatschicht (82},

- eine zweite Metallschichl (M2), vorzugsweise bestehend aus oder umfassend Ag,
- eine zweite Blockerschicht (B2),

wobei das zweite Metallschichtsystem (M82) zwiechen der ersten Blockerschicht (B1)
des ersten Metallschichtsystems (MS1) und dem dielektrischen
Barrieredeckschichtsystem (BDS) angeordnet ist.

8. Low-E-Schichtsystem nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass die zweite
Metallschicht (M2) auf der zweiten Saatschicht ($2) und die zweite Saatschicht (52) auf
der dritten dielektrischen Schicht (D3) angeordnet Ist.

9. Low-E-Schichtsystem nach einem der Anspruche7 oder 8, dadurch gekennzeichnet,
dass ein drittes Metallschichtsystem (MS3) vorgesehen ist, umfassend in dieser
Reihenfolge:

eine vierte dielektrische Schicht (D4),

- eine drifte Saatschicht (83),

eine dritte Metallschicht (M3), vorzugsweise bestehend aus oder umfassend Ag,
eine dritte Blockerschicht (B3),

wobei das dritte Metallschichtsystem (MS3) zwischen der zweiten Blockerschicht (B2)
und dem dielektrischen Barrieredeckschichtsystem (BDS) angeordnet ist.

10.  Low-E-Schichtsystem nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dase die driite

Metallschicht (M3) auf der dritten Saatschicht (83) angeordnet ist und die dritte
Saatschicht ($3) auf der vierten dielekirischen Schicht (D4) angeordnet ist.

- bmgise
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11.  Low E-Schichtsystem nach einem der Anspriiche 7 bis 10, dadurch gekennzeichnet,
dass die dritte dielektrische Schicht (D3} oder die vierte dielektrische Schicht (D4) aus
TiO,, AIN oder Al.O; besteht oder aufweist.

12.  Low-E-Schichtsystem nach einem der Anspriiche 7 bis 11, dadurch gekennzeichnet,
dass die zweite Saatschicht ($2) oder die dritte Saatschicht (83) aus AZO, NiCrO,, TiO,
oder Ti besteht oder diese aufweist.

13.  Low-E-Schichtsystem nach einem der Anspriiche 7 bis 12, dadurch gekennzeichnet,
dass die zweite Blockerschicht (B2) oder die dritte Blockerschicht (B3) aus NiCrO,, NiCr,
TiOy, Ti, ZnOx:Al oder AZO besteht oder diese aufweist.

14.  Low-E-Schichtsystem nach einem der vorhergehendesn Anspriiche, dadurch
gekennzeichnet, dass das dielektrische Barrieredeckschichtsystem eine dielektrische
Farbkorrekturteilschicht (FK) umfasst, bestehend aus oder aufweisend TiO..

15.  Low-E-Schichtsystem nach einem der vorhergehenden Anspriche, dadurch
gekennzeichnet, dass die Einzelschichten stickstoffrei sind oder weniger als 5 at%
Stickstoff aufweisen,

16.  Low-E-Schichtsystem nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch
gekennzeichnet, dass dielekirische Barrieredeckschichtsystem (BDS) in dieser
Reihenfolge umfasst:

- eine erste dielektrische Teilschicht (BD1), angeordnet auf der dielektrischen
Farbkorrekturschicht, bestehend aus oder aufweisend Al203,

- eine zweite dielektrische Teilschicht (BD2), angeordnet auf der ersten dielektrischen
Teilschicht, bestehand aus oder aufweisend Si0,,

1E Low-E-Schichtsystem nach einem der Anspriiche 1 bis 15, dadurch gekennzeichnet,
dass dielektrische Barrieredeckschichtsystem (BDS) in dieser Reihenfolge umfasst:

- eine erste dielektrische Teilschicht (BD1), angeordnet auf der dielektrischen
Farbkorrekturschicht, bestehend aus oder aufweisend Al203,

- eine zweite dielektrische Teilschicht (BD2), angeordnet auf der ersten dielektrischen
Teilschicht, bestehend aus oder aufweisend AIN oder AION.

-3.- bmp/se
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18. Low-E-Schichtsystem nach einem der vornergehenden Anspriche, dadurch
gekennzeichnet, dass das transparente Substrat aus einem Glasmaterial, insbesondere
Floatglas besteht.

19. Low-E-Schichtsystem nach Anspruch 18, dadurch gekennzeichnet, dass das
Glasmaterial durch Tempem hartbar ist.

20. Low-E-Schichisystem nach Angpruch 18, dadurch gekennzeichnet, dass das auf das
Glassubstrat aufgebrachte Schichtsystem temperbar ist.

21 Verfahren zur Herstellung eines Infrarot reflektierenden Low-E-Schichtsystems auf
einem bereitgestelitan transparenten Substrat (100) nach einem der vorhergehenden
Anspriche, dadurch gekennzeichnet, dass zumindest eine der aufgebrachten
Cinzelschichten durch Sputtern eines keramischen Targets aufgebracht wird.

22, Verfahren zur Herstellung eines Infrarot refiektierenden Low-E-Schichtsystems auf
einem bereitgesteliten transparenten Subslirat (100) nach einem der Anspriiche 1 bis 20,
dadurch gekennzeichnet, dass zumindest eine der aufgebrachten Einzelschichten durch
reaklives Sputtern aufgebracht wird.

23, Verfahren zur Herstellung eines Infrarot reflektierenden Low-E-Schichtsystems auf
einem bereitgesteliten tranaparenten Subatrat (100) nach einem der Anapriche 1 bis 20,
dadurch gekennzeichnet, dass zumindest eine der aufgebrachten Einzelschichten durch
Mittelfrequenz-Sputtern aufgebracht wird

24. Verfahren zur Herstellung eines Infrarotstrahlung reflektierenden Low-E-Schichtsystems
auf einem bereitgesteliten transparenten Substrat (100) nach einem der Anspriiche 1 bis
20, dadurch gekennzeichnet, dass zumindest eine der aufgebrachten Einzelschichten
durch DC-Sputtern aufgebracht wird.

25 Verfahren nach einem der Anspriiche 22 bis 24, dadurch gekennzeichnat, dass fir
stickstofffreie Einzelschichten das Verfahren stickstofffrei ausgefuhrt wird.

26. Verfahren nach einem der Anspriiche 22 his 25, dadurch gekennzeichnet, dass fur
stickstoffreie Einzelschichten das Verfahren mit stickstofffreien ProzeRgasen ausgefihrt
wird.
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27.  Veifahren nach Anspruch 26, dadurch gekennzeichnet, dass zumindest eine der
aufgebrachlen Schichten durch Sputtern eines Stickstoff aufweisenden keramischen
Targets aufgebracht wird.
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Fig. 1

(57) Abstract: The invention relates to a layer system of a transparent substrate (100) reflecting an infrared radiation, comprising,
arranged in this order: a first dialectic layer (D1) arranged on the transparent substrate (100); a second dialectic layer (D2) arranged
on the first dialectic layer (D1); a first metal layer system (MS1) comprising, in this order: a first metal layer (M1), preferably made
of or comprising Ag; a first blocking layer (B1). A dielectric barrier cover layer system (BDS) is provided. The first dielectric layer
(D1) is made of or comprises SiO», and the second dielectric layer (D2) is made of or comprises TiO» or ALOs, or the first dielectric
layer (D1) is made of or comprises AlLO; and the second dielectric layer (D2) is made of or comprises TiO». In the method for
producing an infrared reflective layer system on a provided transparent substrate (100) according to the invention, at least one of the
applied individual layers is applied by sputtering a ceramic target or by reactive sputtering.

(57) Zusammenfassung:
[Fortsetzung auf der ndichsten Seite]
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Veriffentlicht:

—  ohne internationalen Recherchenbericht und erneut zu
verdffentlichen nach Erhalt des Berichts (Regel 48 Absatz
2 Buchstabe g)

Bei dem erfindungsgemiifien Infrarotstrahlung reflektierenden Schichtsystem eines transparenten Substrats (100), umfassend in
dieser Reihenfolge angeordnet: - eine auf dem transparenten Substrat (100) angeordnete erste dielektrische Schicht (D1), - eine
aul der ersten dielektrischen Schicht (D1) angeordnete zweite dielektrische Schicht (D2), - ein erstes Metallschichtsystem (MS1),
umtfassend in dieser Reihenfolge: - eine erste Metallschicht (M1),vorzugsweise bestehend oder umfassend Ag, - eine erste
Blockerschicht (B1), - ein dielektrisches Barrieredeckschichtsystem (BDS), ist vorgeschen, dass die erste dielektrische Schicht
(D1) aus SiO; und die zweite dielektrische Schicht (D2) aus TiO: oder Al:Os besteht oder umfasst, oder dass die erste dielektrische
Schicht (D1) aus ALO; besteht oder umiasst und die zweite dielekirische Schicht (D2) aus TiO; besteht oder umfasst, Bei dem
Verfahren zur Herstelling eines erfindungsgemiifien Infrarot reflektierenden Schichtsystems auf einem bereitgestellten
transparenten Substrat (100) ist vorgesehen, dass zumindest eine der aufgebrachten Einzelschichten durch Sputtern eines
keramischen Targets oder reaktives Sputtern aufgebracht wird.
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RESUMEN DE LA INVENCION

La invencion se refiere a un sistema de capas de un
transparente (100) que refleja una radiacion infrar

comprende, dispuestos en este orden: una primera ca
dieléctrica (D1) dispuesta sobre el sustrato transp

(100); una segunda capa dieléctrica (D2) dispuesta

primera capa dieléctrica (D1); un primer sistema de

metal (MS1) que comprende, en este orden: una prime

metal (M1), preferentemente que consiste de o0 que c

Ag; una primera capa de bloqueo (Bl). Se proporcion
sistema de capas de recubrimiento de barrera dieléc

(BDS). La primera capa dieléctrica (D1) consiste de

comprende SiO », y la segunda capa dieléctrica (D2) consiste

sustrato
roja, que
pa
arente
sobre la
capa de
ra capa de
omprende
a un

trica

de o comprende TiO , o Al ,0; o0 la primera capa dieléctrica

(D1) consiste de o comprende Al 20; y la segunda capa
dieléctrica (D2) consiste de o comprende TiO 2. En el método
para producir un sistema de capa reflectante de inf rarrojos
en un sustrato transparente proporcionado (100) de acuerdo
con la invencion, al menos una de las capas individ uales
aplicadas se aplica por pulverizacion catodica de u n objetivo

ceramico o por pulverizaciéon catédica reactiva.

(Figura 1)
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REI VI NDI CACI ONES ENMENDADAS

1. Un sistema de capas de baja emisividad de un
sustrato transparente (100) que refleja radiacion i nfrarroja,
gue comprende en este orden:
- una primera capa dieléctrica (D1) dispuesta sobre el
sustrato transparente (100),
- una segunda capa dieléctrica (D2) dispuesta sobre la
primera capa dieléctrica (D1),
- un primer sistema de capas de metal (MS1l) que
comprende en este orden:
- una primera capa de metal (M1), preferentemente q ue
consiste de o que comprende Plata (Ag),
- una primera capa de bloqueo (B1),
- un sistema de capas de recubrimiento de barrera
dieléctrica (BDS),

caracterizado porque:

la primera capa dieléctrica (D1) consiste de SiO 2y la
segunda capa dieléctrica (D2) consiste de o compren de TiO , 0
Al ,0;, 0 porque la primera capa dieléctrica (D1) consist edeo

comprende Al ,0; y la segunda capa dieléctrica (D2) consiste de
o comprende TiO  ».
2. El sistema de capas de baja emisividad de acuerdo

con la reivindicacion 1, caracterizado porque la primera capa



de metal (M1) esta dispuesta sobre una primera capa de
semilla (S1), que se proporciona entre la segunda c apa
dieléctrica (D2) y la primera capa de metal (M1).

3. El sistema de capas de baja emisividad de acuerdo
con la reivindicacién 2, caracterizado porque la primer capa
de semilla (S1) o bien consiste de o comprende AZO, NiCrO y,
TiO4 o Ti.

4. El sistema de capas de baja emisividad de acuerdo
con cualquiera de las reivindicaciones  anteriores,
caracterizado porque la primera capa de bloqueo (Bl ) esta

dispuesta sobre la primera capa de metal (M1).

5. El sistema de capas de baja emisividad de acuerdo
con una de las reivindicaciones anteriores, caracte rizado
porque la primera capa de bloqueo (B1) o bien consi ste de o

comprende NiCrO , NiCr, TiO x» 11, ZNOx:Al 0 AZO.
6. El sistema de capas de baja emisividad de acuerdo
con cualquiera de las reivindicaciones  anteriores,
caracterizado porque el sistema de capas de recubri miento de
barrera dieléctrica (BDS) estad dispuesto sobre la p rimera

capa de bloqueo (B1).

7. El sistema de capas de baja emisividad de acuerdo
con una de las reivindicaciones anteriores, caracte rizado
porque se proporciona un segundo sistema de capas d e metal

(MS2), que comprende en este orden:



- una tercera capa dieléctrica (D3),

- una segunda capa de semilla (S2),

- una segunda capa de metal (M2), preferentemente g ue
consiste de o comprende Plata (Ag),

- una segunda capa de bloqueo (B2)

en donde el segundo sistema de capas de metal (MS2) esta
dispuesto entre la primera capa de bloqueo (B1) del primer
sistema de capas de metal (MS1) y el sistema de cap as de

recubrimiento de barrera dieléctrica (BDS).

8. El sistema de capas de baja emisividad de acuerdo
con la reivindicacion 7, caracterizado porque la segunda capa
de metal (M2) esté dispuesta sobre la segunda capa de semilla
(S2) y la segunda capa de semilla (S2) esta dispues ta sobre
la tercera capa dieléctrica (D3).

9. El sistema de capas de baja emisividad de acuerdo
con una de las reivindicaciones 7 u 8, caracterizado porque
se proporciona un tercer sistema de capas de metal (MS3), que
comprende en este orden:

- una cuarta capa dieléctrica (D4)

- una tercera capa de semilla (S3),

- una tercera capa de metal (M3), preferentemente q ue
consiste de o que comprende Plata (Ag),

- una tercera capa de bloqueo (B3)

en donde el tercer sistema de capas de metal (MS3) esta



dispuesto entre la segunda capa de blogueo (B2) y e | sistema
de capas de recubrimiento de barrera dieléctrica (B DS).

10. El sistema de capas de baja emisividad de acuerdo

con la reivindicaciéon 9, caracterizado porque la tercera capa
de metal (M3) esta dispuesta sobre la tercera capa de semilla
(S3) y la tercera capa de semilla (S3) esta dispues ta sobre

la cuarta capa dieléctrica (D4).

11. El sistema de capas de baja emisividad de acuerdo

con una de las reivindicaciones 7 a 10, caracterizado porque
la tercera capa dieléctrica (D3) o la cuarta capa d ieléctrica
(D4) consiste de o comprende TiO 2, AIN, o Al 20s.

12. El sistema de capas de baja emisividad de acuerdo

con una de las reivindicaciones 7 a 11, caracterizado porque
la segunda capa de semilla (S2) o la tercera capa d e semilla
(S3) consiste de o comprende AZO, NiCrO x,» TIO x 0 Ti.

13. El sistema de capas de baja emisividad de acuerdo

con una de las reivindicaciones 7 a 12, caracterizado porque

la segunda capa de blogueo (B2) o la tercera capa d e bloqueo
(B3) consiste de o comprende NiCrO x» NIiCr, TiO x, Th, ZnO  s:Alo
AZO.

14. El sistema de capas de baja emisividad de acuerdo
con una de las reivindicaciones anteriores, caracte rizado
porque el sistema de capas de recubrimiento de barr era

dieléctrica comprende una capa de correccion de col or (FK)



dieléctrica, que consiste de o que comprende TiO 2.

15. El sistema de capas de baja emisividad de acuerdo
con una de las reivindicaciones anteriores, caracte rizado
porque las capas individuales son libres de nitroge no o
tienen menos de 5% en nitrégeno.

16. El sistema de capas de baja emisividad de acuerdo
con una de las reivindicaciones anteriores, caracte rizado
porque el sistema de capas de recubrimiento de barr era
dieléctrica (BDS) comprende en este orden:

- una primera subcapa dieléctrica (BD1), dispuesta sobre
la capa de correccion de color dieléctrica, que con siste de o
que comprende Al ,03,

- una segunda subcapa dieléctrica (BD2), dispuesta sobre
la primera subcapa dieléctrica, que consiste de o0 ( ue
comprende SiO ».

17. EIl sistema de capas de baja emisividad de acuerdo
con una de las reivindicaciones 1 a 15, caracterizado porque
el sistema de capas de recubrimiento de barrera die |éctrica
(BDS) comprende en este orden:

- una primera subcapa dieléctrica (BD1), dispuesta sobre
la capa de correccion de color dieléctrica, que con siste de o
que comprende Al ,03,

- una segunda subcapa dieléctrica (BD2), dispuesta sobre

la primera subcapa dieléctrica, que consiste de o0 ( ue



comprende AIN o AION.

18. El sistema de capas de baja emisividad de acuerdo
con una de las reivindicaciones anteriores, caracte rizado
porque el sustrato transparente consiste de un mate rial de
vidrio, en particular de vidrio flotado.

19. El sistema de capas de baja emisividad de acuerdo
con la reivindicacion 18, caracterizado porque el material de
vidrio se puede endurecer por tratamiento térmico.

20. El sistema de capas de baja emisividad de acuerdo
con la reivindicacion 19, caracterizado porque el sistema de
capas aplicado sobre el sustrato de vidrio se puede tratar
térmicamente.

21. Un método para producir un sistema de capas de baja

emisividad reflectante de infrarrojos sobre un sust rato
transparente proporcionado (100) de acuerdo con cua lquiera de
las reivindicaciones anteriores, caracterizado porq ue al
menos una de las capas individuales aplicadas se ap lica por

pulverizacién catodica de un objetivo ceramico.

22. Un método para producir un sistema de capas de baja

emisividad reflectante de infrarrojos sobre un sust rato
transparente proporcionado (100) de acuerdo con cua Iquiera de
las reivindicaciones 1 a 20, caracterizado porqgue al menos

una de las capas individuales aplicadas se aplica p or

pulverizacién catodica reactiva.



23. Un método para producir un sistema de capas de baja

emisividad reflectante de infrarrojos sobre un sust rato
transparente proporcionado (100) de acuerdo con cua Iquiera de
las reivindicaciones 1 a 20, caracterizado porgue al menos

una de las capas individuales aplicadas se aplica p or

pulverizacion catédica de frecuencia media.

24. Un método para producir un sistema de capas de baja

emisividad reflectante de infrarrojos sobre un sust rato
transparente proporcionado (100) de acuerdo con cua lquiera de
las reivindicaciones 1 a 20, caracterizado porque al menos

una de las capas individuales aplicadas se aplica p or

pulverizacion catodica de DC.

25. ElI método de acuerdo con cualquiera de las
reivindicaciones 22 a 24, caracterizado porque, para las
capas individuales libres de nitrégeno, el método s e realiza
libre de nitrégeno.

26. ElI método de acuerdo con cualquiera de las
reivindicaciones 22 a 25, caracterizado porque, para las
capas individuales libres de nitrégeno, el método s e realiza

con gases de proceso libres de nitrégeno.

27. El método de acuerdo con la reivindicacion 26,
caracterizado porque al menos una de las capas apli cadas se
aplica por pulverizacién catédica de un objetivo ce ramico que

contiene nitrégeno.



